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Halbleitereinrichtung und Herstellungsverfahren einer Halbleitereinrichtung 



® 

® Ein Dunnftfmtransistor weist einen Kanal (6) mit einer 
Mehrzahl von Zweigkanalen (6a-6d) und ein Gate (8) mit 
einer Mehrzahl von Zweiggates (8a-8e) auf. Zumindst ei- 
ner oderalle von den Zweigkanalen (6a-6d)sinddurch die 
Zweiggates (8a-8e) in einer dreidimensionalen Art umge- 
ben. Das bedeutet, daB die Zweigkanale (6a-6d) und die 
Zweiggates (8a-8e) derart gebildet sind, daB sie sich in ei- 
nem dreidimensionalen Raum derart schneiden, daB die 
Zweigkanale (6a-6d) durch die Zweiggates (8a-8ej umge- 
ben sind und daB die Zweiggates (8a-8e) durch die Zweig- 
kanale. (6a-6d) umgeben sind. Folglich ist die Flache des 
Kanals (6) erhoht und die Stromkapazitat ist verbesse'rt, 
Somit wird ein Dunrifilrntransistor erhalten, der eine ge- 
ringa Flache einnimrrit Und eine groBe Stromkapazitat 
aufweist. 
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Beschreibung '•. J Dann wird, wie in Fig. 54 gezrigt ist, der Siliziunmitrid- 

- ■ . j -' . film 3 durch brispielsweise Eintauchen des Werkstiickes in 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleitereinrich- eine Lpsung heiBer Phosphorsaurenlosung von 1 50°C kom- 

tung und ein Herstellungsverfahren einerHalbleitereiririch- plett entfemt. Folglich wird eine Offnung in dem Kanalsili- 

tung. ( . 5 ziumfilm 6 gebildet. 

Ein, Polysilizium-Dunnfilmtransistor (im fqlgenden als- . Wie in Fig. 55 gezeigt ist, wird ein Gatesiliziumdioxid- 

TFT bezeichnet) wird als Lastelement m.einenuSRAM nut • ... film 7 einer vorbestimmten Dicke, d. h. ein Gateisolierfilm, 
niedrigem Stromverbrauch verwendet. Der TFT muB eine.; . fiber der gesamten Oberflache des Wertstiickes derart abge- 
kleine, Flache einnehmen und eine groBe Stromkapazitat ., scbieden, daB der erste Sitiziumdioxidfilm 1 und der Kanal- 

aufweisen; damit ein SRAM rait einer verbesserten Fahig- l.o f siUziumfilm6 komplettbedeckt. werden. 

keit und einer hohen Integrationsdichte gebildet wird. Der Wie in Fig. 56 gezeigt ist, wird ein Gatepolysiliziumfilm 

der . Anmelderin bekannte Rundherum-Gate-TFT mit ,einer 8; der mit Phosphor dotiert ist (d. h. ein dptierter Polysilizi- 

Gateelektrode, die um einen Kanalpolysiliziumfilni herum- umfilm), mit einer vorbestimmten Dicke uber der gesamten 
gewunden ist, weist eine Stromkapazitat auf, die das Zwei- 1 . Oberflache des Werkstiickes durch einen CVD-ProzeB mit 

fache des eines Einzelgate-TFT mit der gleichen Flache ist, 15 reduziertem Druck abgeschieden. Die in dem Kanalsilizi- 

Fig. 49 bis 51 zeigen einen der Anmelderin jSekannten ■ umfilm 6 gebildete Offhung wird mit dem zweiten Polysili- 
PolysiUzium-Dunnmmtransistor.iFig. 49 ist eirie ; perspekti- , riumfilm 8 aufgefullt, da der Film, der durch den GVD-Pro- 
vische Ansicht des Diinnfilmtransistors,' Fig. 50 ist eine,, zeB mit reduziertem Druck abgeschieden ist,, eine ausge- 
Querschnittsansicht entlang der Lime. A-A'in Fig. 49 und : ; zeichnete Bedeckung aufweist, • ; 

Fig; 51 isteineQuerschnittsansichtentlang derLinieB-B'in .20 Wie in Fig. 49 bis 51 gezeigt ist, wird der Gatepolysilizi- 

Fig. 49. umfilm .8 durch einen photolithograpbischen AtzprozeB in 

In Fig. 49 bis 51 sind ein Sihziumsubstrat 1, ein auf einer ein vorbestimmtes Muster derart bemustert, daB eine Gate- 

Oberflache des Siliziumsnbstrats 1 gebildeter Siliziumdi- elektrode gebildet wird. 

oxidfilm 2, ein Kanalpolysiliziumfilm 6, der als der .Kanal Dann wird eine Source/Drain-Implantation fur Endab- 

des Dfinnfilmtraiisistors dient, ein Siliriumdioxidfilm'7, der 25 schnitte des Kanalsiliziumfilmes 6 unter Verwendung der 

fiber der Oberflache des Polysiliziumfilms 6 und der Ober- Gateelektrode 8, die auf dem Kan als ili ziumfilm 6 uberlagert 

flache des Smziumoioxidfilmes 2 gebildet ist, und ein Gate- < ist, als Maske durchgefuhrt Es wird ein Zwischenschicht- 
pplysiliziurnfilm 8, der als das Gate des Dumfilmtransistors < Isolierfilm gebildet und es werden Verdrahtungsleitungen, 

dient, gezeigt. Der Sibziumdioxidfilni 7 zwischen dem Ka T ;wie zum Beispiel AlunriniuirMtungen, derart gebildet, daB 

nalpolysiliziumfilm 6 und dem GatepolysiUziumfilm 8 dient 30 sie sich yon dem Source/Drainbereich erstrecken, so daB ein 

alsGateoxidfilmdesDiiimfilmtransistors. ■:■%.£■ s gewiinschter Transistor fertiggestellt,;wird, .obwohl dies 

. Bei diesem Dunnfilmtransistor besteht das Gate 8 aus ei- nicht gezeigt ist. . .. 

nem unteren Zweiggate 8a, das auf einer Oberflache eines .. Der obige Rundherum-Gate-TFT der die. Gateelektrode 

Isolierfilmes gebildet ist* und aus einem Zweiggate 8b, das aufweist, die um den Kanalsiliziumfilm herurngewunden ist, 

von dem unteren Zweiggate.8a abzweigt und sich fiber das 35 weist eine Stromkapazitat auf, die das Zweifache der eines 

untere. Zweiggate 8a erstreckt, wobei sich dazwischen er r Einzelgate^'lFl' ist, wobei die gleiche Flache eingenommen 

Streckende Durchgangslocher vorgesehen sind. : ' jfi wird. Wenn der Integrationsgrad eines SRAM mit niedrigem 

Der Kauai 6 ist derart -gebildet, daB ervon einer^Seite der Stromverbrauch. ansteigt, wird ein TFT mit einer kleineren 

Zweiggates 8a und 8b, d h. von einer Seite des Duichgangs- Flache und einer groBeren Stromkapazitat benptigt. Der der 

loches des Gates 8 abzweigt, und sich" durch das Durch- 40 Anmelderin bekannte TFT -ist jedoch nicht in der Lage, 

gangsloch des (rates 8 erstreckt. dieseAnforderung zufriederisteUend zuerfullen. 

Ein GateoxidfUm 7 ist zwischen dem Kanal 6 und den Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Halblei- 

Zweiggates 8a und 8b gebildet, ; v tereinrichtung und ein HersteUungsverfahren einer Halblei- 

Einnicht-gezeigterSoun^/Prainbereichistmitdem Ka- tereinrichtung zur Verfiigung zu stellen, mit denen ein 

nal 6 an den Seiten der Zweiggates 8a und 8b, d. h. an den 45 Diinnfilmtransistori der eine relativ kleine Flache einnimmt 

gegeniiberliegenden Seiten des Durchgangsloches des Gates und eine groBe Stromkapazitat aufweist, vorgesehen werden 

8, verbunden. , kann. 

Fig. 52,bis 56 sind Hguren zum Erklaren eines Herstel- Die. Aufgabe wird durch die Halbleitereinrichtnng des 

lungsverfahrens der obigen, der Anmelderin bekannten Anspruches 1, 2, 3 oder4 oder durch das Herstellungsver- 

Halbleitereinrichtvmg. Das der Anmelderin bekannte -Her- 50 fahren einer Ha^latereinrichtung des Anspruches 9, 10, 11, 

steUungsverfahren emer Halbldtereinrichto >12, 13oder,14 gel6st. <! ,. 

genden mil Be2;ug zu Fig. 52 bis 56 beschrieben. ^ '' , , . Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprii- 

Wit in Fig. 52 gezeigt ist wird ein Siliziumdioxidfilm 2 - . chen angegeben. , , .. „ 

einer vorbestimmten Dicke auf einem Siliziumsuhstrat 1 . Entsprechend einem Aspekt weist einp Halbleitereinrich- 

durch beispielsweise einen. thermischen OxidatipnsprozeB 55 tung ein Halbleitersubstrat und einen auf einer Oberflache 

gebildet. Ein Siliziurnnitridfilm- 3 mit einer vorbestimmten , des Halbleilersubstrates gebildeten Isolierfilm auf. Es ist ein 

Dicke wird beispielsweise durch einen.CDVrProzeB init re 1 - Gate vorgesehen, das ein unteres Zweiggatej das sich auf ei- 

duziertem Druck abgeschieden. Dann wird der Siliziumni- ner Oberflache des . Isolierfilmes erstreckt, aufweist. Das 

tridfilm in einen Streifen einer Breite, die der de^Kanals ei- .-. • Gate weisi weiterhin eine Mehrzahl von Zweiggates auf, die 

nes.gewiinschten Transistors entspricht, bemusteft. ~i, 60 vbnidem unteren Zweiggate 1 abzweigen und sich fiber das 

Wie in Fig. 53 gezeigt ist, wird Polysilizium fiber der , . ;untere, ; Zweiggate, ersUBckefl. Eirie Mehrzahl von Gate- 
.Oberflache des Werkstiickes derart' abgeschieden, daB ein, durchgangslochem sind zwischen, dem. unteren Zweiggate 

Kanalsiliziumfilm 6 gebildet wird. Das Polysiljiziumi das ... und-'der Mehrzahl von Zweiggates vorgesehen. Es ist ein 

keine Dotierung aufwejst, wird in einem Polysiliziumfilm Kanal vorgesehen^ der sich ; von einer Seite der Gatedurch- 

einer vorbestimmten Dicke abgeschieden und der Polysilizi- 65 gangslocher abzweigt und eine Mehrzahl yon Zweigkanalen 

umfilm wird durch einen photolithographischeh'rAtzprozeB aufweist, die durch. die Gatedurchgangslpcher hindurchge- 

. derart bemustert, .daB der Kanalsiliziumfilm{6 eines. ge- : hen: Die Mehrzahl der -Zweigkanale sind auf der anderen 

wiinschten Musters gebildet wird. "i ' Seite der Galedurchgangslocher vereinL Es ist Gateisolier- 
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film zwischen dem Gate und dem Kanal gebildet. Weiterhin Fig. 10 bis 12 Ansichten zum Erklaren der Struktur einer 
ist ein Source/Drainbereich derail gebildet, daB ermit dem Halbleitereinrichtung einer dritten Ausfuhrungsform, wobei 
Kanal an den gegeniiberliegenden Seiten'der Gatedurch-v-i -•jFigr'lO eine perspektivische Ansicht eines Dunnfilmtransi- 
gangslocher verbunden ist. ^^:?stors undFig.ll und 12 Querschnittsansichten sind, 

Entsprecbend einem anderen Aspekt weist eine Halblei- 5 Fig. 13 bis 17 Ansichten zum Erklaren eines Herstel- 

t tereinrichtung ein Halbleitersubstrat und einen auf einer ■' '^ lungsverfahrens einer Halbleitereinrichtung in einer vierten 
Oberflache des Halbleitersubstrates gebildeten Isolierfilm M-',Ausffihrungsforrn zum Herstellen desin Fig. -'10 bis 12 ge- 

>' auf. Es ist ein Gate vorgesehen, das unteres Zweiggate, dass i'&zeig&n Dunnfilmtransistors, '""-> ■ • •■'< - 
auf einer Oberflache des Isoherfilmes derart gebildet ist, daB' ■■' '.Fig.' 18 bis 20 Ansichten: zum ; Erklaren einer- Halbleiter- 
ein Tunnel auf dem Isolierfilm .gebildet isU aufweist; Das '10 eihrichtung in einer" fimfterif Ausfiihruhgsforrri; wobei Fig. 
Gate weist weiterhin zumindest ein anderes Zweiggate auf,' 18 eine perspektivische. Ansicht eines Dunnfilmtransistors 
das von einem Ende'abzweigf und'sicri iiber das untere ist und Fig. 19 und 20 Querschnittsansichten sind, ! 
Zweiggate 'erstreckt.Es ist zumindest ein Gatedurchgangs-"--; - Fig; 21 bis 25 'Ansichten' zum* Erklaren eines Herstel- 

' loch zwischen dem uhteren Zweiggate und dem oderden an- : - lungsverfahrens* einer : Halbleitereinrichtung einer sechsten 

-deren Zweiggates vorgesehen. Es ist ein Kanal vorgesehen, •' 15 -Ausfuhnmgsforin zunvHerstellen des ih-Fig. 18 bis 20 ge- 

'■da'doen'UDteiraZw«gkaDal,'d^vooe&ia^dt«'des(hte-'.- zeigten Dfiimfilmftansistors,' " 
durchgangsloches abzweigt und'durchdenTYinnel hindurch- Fig. 26 bis 28 Ansichten zum Erklaren einer Struktur ei- 
-gehtj aufweist Dei- Kanal weist- weiterhin zumindest einen 1 ; - net Halbleitereinrichtung einer 'siebten Ausfuhrungsform, 
anderen Zweigkanal auf; der durch die Gatedurcbgangslo- - w'obei : Fig. 26 eine perspektivische Ansicht eines Dunnfilm- 

! ' cher hindurchgeht. Der untere Zweigkanal und der bziv. die ' 20 transistors ist und Kg. 27 und '28 "Querschnittsansichten 
anderen Zweigkanale sind auf der anderen Seite der Gate- sind, ' -'-' %" 

durchgangslocher vereint Weiterhin kt em Sovirce/Drainbe- '• Fig. 29 bis 34 Ansichten- zum Erklaren eines Herstel- 
reich mit dem Kanal an den gegeniiberliegenden Seiten der^ . , : lungsverfahrens einer Halbleitereinrichtung einer achten 
Gatedurchgangslochef verbunden; Ausfuhrungsform zum Herstellen des in Fig. 26 bis 28 ge- 

Entsprechend einem anderen Aspekt weist die Halblei ter- 25 zeigten Dunnfilmtransistors, - '■• 
einrichtung ein Halbleitersubstrat uiid einen auf einer Ober- ' Fig.- 35 bis 37 Ansichten zum Erklaren einer Struktur ei- 
flache des Halbleitersubstrates gebildeten Isolierfilm auf. Es • ' ner Halbleitereinrichtung einer neunten Ausfuhrungsform, 
■ ist ein Kanal vorgesehen, der einen unteren Zweigkanal, der • • wobei-Flg. 35 eine perspektivische Ansicht eines Dunnfilm- 
auf einer' Oberflache des Isolierfilms gebildet ist, aufweist. -' transistors ist und Fig. 36 und 37 Querschnittsansichten 

"Der Kanal 'weist weiterhin eine Mehrzahl von anderen 30! sind, - >" i -■■;'. . • * . 

Zweigkanalen auf, die von dem unteren Zweigkanal abzwei- Fig. 38"bis 41 Ansichten zum Erklaren eines Herstel- 
gen und sich fiber den unteren Zweigkanal erstrecken.Es ist lungsverfahrens einer Halbleitereinrichtung einer zehnten 
eine Mehrzahl von Kanaldurcbgangslochem zwischen dem" - Ausfuhrungsform zum Herstellen des in Fig. 35 bis 37 ge- 
unteren Zweigkanal und den anderen Zweigkanalen vorge- ' zeigten Dunnfilmtransistors, - •-.--')'• 
seh'eri. JederSource-ZDrainbereich ist derart gebildet, daB er "35. Fig. 42 bis 47 Ansichten 2mn Erklaren einer Struktur ei- 
rrdt dem Kanal an den gegeniiberliegenden Enden des Kana J : ner Halbleitereinrichtung - einer elften Ausfuhrungsform, 
les* verbunden ist. Weiterhin ist ein Gate vorgesehen, daB wobei Fig. 42 eine perspektivische Ansicht eines Dunnfiim- 
= eine Abzweigung von einer'Seite der Kanaldurchgangslo- ■ transistors isf und Fig; '43 und 44 Querschnittsansichten 
cher- aufweist, : 'die durch -die Kanaldurchgangslocher hin- sind;. : •■" •- ■'■.'>. v 

' durchgeht. Die Mehrzahl von Zweiggates sind an der ande- 40 ■ Fig. 45 bis 48 Ansichten zum Erklaren eines Herstel- 
ren Seite der Kanaldurchgangslocher vereint. lungsverfahrens einer Halbleitereinrichtung' in einer zwolf- 

: '-"Bei der Halbleitereinrichtung "kohnen- ausgewahlte ten Ausfuhrungsform zum Herstellen des in Fig. 42 bis 44 
Zweigkanale, die nicht der oberste Zweigkanal sind, in eine gezeigten Dunnfilmtransistors, 

Mehrzahl von Abschnitten mit Zwischenraumen dazwi- Fig. 49 bis 51 emen der ArnTjdderinbekannten Poly silizi- 
- schen aufgeteilt werden, wobei "sich 'die Zweiggates in* 'den'- '45 umdunnfiirn transistor, wobei Fig. '49 eine perspektivische 
" -Zwischenraumen erstrecken.J 1 •"' : - J - ' ■ ■ '■ '< Ansicht,' des Dunnfilmtransistors ist und Fig. 50 und 51 

Bei der Halbleitereinrichtung sind der Kanal und/oder das Querschnittsansichten sind, und - " 

Gate bevorzugt auSeinem leitenden Einzeischichtfilm gebil- *■■■> p - 'Fig.>52 bis'56 Ansichten zum Erklaren eines Herstel- 
' •'deC ' ' : - ■•' ■ ' • lungsverfahrens der der Anmelderin bekannten Halbleiter- 

•Beider Halbleitereinrichtung sind der Kanal und/dder das 50 '"einrichmng,' dieinFig. 49bis51 gezeigtist;* : 
Gate bevorzugt aus einem Polysiliziumfilm gebfldet '" '■>•"■• ■ 1 . a- .-. 

' -Weiterhin sind bei der Halbleitereinrichtung Zweigkanale -i v '■■ ■ Erstie Ausfuhrungsform " • 
und die Zweiggates bevorzugt derart- gebildet, daB es sich in "•'' • ; ; '< " 1 - 

'"■einer dreidimensionalen Art senkrecht 'Zueinander erstrek- ' - ! Figi 1 bi"s'-3 sind- Ansichten zum Erklaren der Struktur ei- 
; ken. , ;5 '" " '- '•' • - •< :•= -.55 ner" Halbleitereinrichtung einer- ersten Ausfuhrungsform. 

1 • Weitere MerlarialeundZweclafia^igkeitender'Erfindung 'Fig. 1 ist-eine perspektivische Ansicht eines Dunnfilmtran- 
ergeben sich aus der folgendeh Beschreibung von Ausfuh- sistors, Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 
rurigsforineri anhand'der Hguren, bei-der ahriliche oder eht- : ''A-A'-in Fig.'l und-Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht ent- 
sprechende Teile" durch das gleiche Bezugszeichen bezeich- ; 'lah'g der Linie B-B' in Fig.'i. •■ 

net sind. Von den Figuren zeigen: ' ' '• 60 - ; - In Fig. 1 bis 3 sind ein Siliziumsubstrat (Halbleitersub- 

"'• F^. Pbis^ADachtetfzum-^Erkiaren'der Struktur einer' strat) 1; ein Sihziumdioxidfilm (Isolierfilm) 2, der auf einer 
v - Halbleitereinrichtung einer 'ersteh 'Ausfuhrungsform, wobei- -'Oberflache des Siliziumsubstratbereiches, der als Basis fur 
s -' Fig. l 'eihe v - perspektivische Ansicht' eines DunnfilmtrahsiT-- -' den Isolierfilm dient, gebildet ist^ eiii Kanalpolysiliziumfilm 
! ''st6rsisttiridFlgi 2'und : 3 Querschnittsansichten sind, • 6, der als der Kanal des Dunnfilmtransistors dient, ein Silizi- 
="" Fig. 4'b'is 9 Ansichten zum' Erklaren 'eines . Herstellungs- '65 umdioxidfilrn (OberilSchenisolierfilrn) 7,- der fiber der Ober- 
verfahrens der Halbleitereinrichturig-'ih einer' zweiten Aus- - • flache des KanalpolysiUziumfilfris 6 uhd der- Oberflache des 
■ ^ fUhrungsforhi zum Herstellen des ih'Fig.' 1 bis 3 gezeigten ' '' Siliziumdioxidfilrhs 2' gebildet ist;' und ein Gatepolysilizi- 
DOnhfilmtrahsis'tors, ' ' ; ' *--'■■ umfilm 8, der als das Gate des Dunnfilmtrahsistbrs dient, ge- 
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zeigt. Der Sibzjurndioxidfilm 7 zwischen dem Kanalpolysi- (1000 A) wird auf dem Siliziumdioxidfilm 2 durch einen 
liziumfilm6unddemGatepolysiliziumfilni8dientalsGater CVD-ProzeB mit reduziertem Druck oder ahnliches unter 
oxidfilm des Diinnfilmtransistors. . . . i Verwendung einer Reaktionstemperatur in dem Bereich von 

IndiesemDunnnlmtransistorweist.das,Gate8einunteres beispielsweise 700 bis 800°C gebildet 
Zweiggate 8a, das fiber dem Isolierfilm 2 liegt,und eine 5 I^achwirdderSiliziuirmitridfilin3ineinenStreifenmit 
Mehrzahl von Zweiggates 8b bis 8e, die von. dem unteren , einer Breite entsprechend der des Kanals des Transistors 
Zweiggate 8a abzweigen, sich fiber das untere Zweiggate 8a.. derart bemustert, daB eine Transistorbildvmgsposition (oder 
erstrecken und dazwisehen : Durchgangsl6cher f aufweisen> eine Elementbildungsposition) enthalten ist. 
ant' ...... Wie in Fig. 5 gezeigt ist, wird ein nicht-dotierter Polysili- 

, Der Kanal 6 weist Zweigkanale 6a bis 6d auf, die von ei- 10 ziumfilm (zweites Dummy-Teil) mit einer vorbestimmten 
ner Seite der Zweiggates 8a bis 8e, d. h. einer Seite der , Dicke von beispielsweise 100,0 nm (1000 A) fiber dem be- 
Durchgangsldcher des Gates 8, abzweigen, wobei sich ein mustenen Sifiziumnitridfilm3 durch einen CVD-ProzeB mit 
Ende durch die Durchgangslocher des Gates 8 erstreckt. Die reduziertem Dmck unter Verwendung einer Reaktionstem- 
Zweigkanale 6a bis 6d sind auf der anderen Seite der Zweig- peratur in dem Bereich von beispielsweise 400 bis 700°C 
gates 8a bis 8e, d h. auf der anderen Seite der Gatedurch- 15 gebildet. . 

gangslocher, vereint. - . , . . ..Dann wird der Polysiliziumfilm.4 inein gewunschtes Mu- 

Der Gateoxidfilm 7 ist zwischen den Zweigkanalen 6a bis ,ster durch einen photolithographischen AtzprozeB derart be- 

,6d und den Zweiggates 8a bis 8e gebildet ■ ■• ..j-, mustert,daBerdenbemmtertenSiliziumnitridfilm3schnei- 

.., Ein nicht-gezeigter Source/Drainbereich istan jedem Ab- del und die Elementbildungsposition aufweist. Dann wird 
schnitt des Kanals an gegeniiberliegenden Seiten der Zweig- - 20. . der Siliziumnitridfilm beispielsweise durch Eintauchen des 
gates 8b bis 8e, d. h. an gegenuberUegenden- Seiten der Werkstucks in eine Losung heiBer Phosphorsaure von 
Durchgangslocher des Gates 8, gebildet. Der Dunnfilmtran- 150°C kbmplett entfemt. Folglich wird eine Offnung in dem 
sistor in der ersten Ausfuhrungsform, der so aufgebaut ist, PplysiUziurnfilm 4 gebildet 

weist einen Kanalbereich auf, der groBer ist als Vierfache Wie in Fig. 6 gezeigt ist, wird ein S iliziumni tridfilm 5 
des Kanalbereiches eines Einzelgate-TFT, wpbei die gleiche 25 (drittes Dummy-Teil). (lurch einen CVD-ProzeB mit redu- 
Flache belegt wird, und er weist .eine Strdmkapazitat von '.- ziertem Druck unter Verwendung einer Reaktionstempera- 
niindestens mehr als das Achtfacbe der Stromkapazitat des tur in dem Bereich von beispielsweise 700 bis 800°C gebil- 
Einzelgate-TFT auf. det und der Siliziumnitridfilm 5 wird in einem vorbestimm- 

Im allgemeinen wird ein TFT als ein Lastelement (d..h. . ten . Muster durch einen photolithographischen AtzprozeB 
ein Lastrransistor) in, einem SRAM verwendet und die rest- 30 bemustert ; 

lichen Elemente des SRAM, d. h. ein Treibertransistor und ; Dann wird der Polysibziumfilm 4 dutch beispielsweise 
ein Zugriffstransistor, sind an dem Halbleitersubstrat gebil- einen isotropen AtzprozeB komplett entfernt Folgbch wird 
det Wenn ein SRAM, der ein TFT verwendet hergesteilt eine Offnung in dem Siliziumnitridfilm 5 gebildet. 
wird, werden zuerst ein Treibertransistpr und ein Zugriff- ■ ' : Der in Kg. 4 bis 6 gezeigte ProzeB wird derart wiederholt 
stransistorauf dem Halbleitersubstrat gebildet, wird ein Iso- 35 das zwei Offhungen in dem Sihaumnitridfimi S gebildet 
lierfilm fiber dem Treibertransistor und dem Zugriffstransi- werden, wie in Fig. 7 gezeigt ist Der in Fig. 4 bis 6 gezeigte 
stor gebildet wird ein TFT auf dem Isolierfilm gebildet ProzeB wird noch einmal derart , wiederholt, daB drei Off- 
wird ein anderer Isolierfilm fiber dem TFT gebildet und wer- nungen in dem Siliziumnitridfilm 5 gebildet werden, wie in 
den dann. Verdrahtungsleitungen aus Aluminium oder ahnli- Fig. 8 gezeigt ist Eine 'Mehrzahl von Offhungen werden 
chem gebildet Daherliegen die Gateelektroden des Treiber- 40 beispielsweise in dan.Siliriiimmtridfilin 5 durch weiteres 
transistors und des Zugriffstransistors unterhalb des TFT Wiederholen des in Fig. 4 bis 6 gezeigten Prozesses gebil- 
und die Aluminiurnverdrahtungsleitungen oder ahnliches det. 

liegen oberhalb des TFT. Ein Polysihzium, das keine Dotierung enthalt wird fiber 

Wenn der herkommliche SRAM betrieben wird, wird der den letzten Siliziumnitridfilm 5 (letztes Dummy-Teil) mit 
Kanal" des TFT durch eiektrische Felder beeinfluBt, die -45 der.Mehrzahl von Offnungen abgeschieden. Ein CVD-Pro- 
durch die Elektroden erzeugt sind, was moglicherweise ver- , zeB mit, reduziertem Druck oder ahnliches wird derart ver- 
ursacht, daB Eigenschaften des TFT, wie zum Beispiel die wendet daB ein Kanalpolysiliziumfihn 6 (leitender Kanal- 
Schwellenspannung, variieren. Da jedoch der Kanal des : film) mit einer Dicke von 40,0 nm (400 A) mit einer Reak- 
TFTi in dieser Ausfuhrungsform durch die Gates umgeben tionstemperatur in dem Bereich von beispielsweise 400 bis 
, -ist, wird 'der Kanal nicht durcb .oboe und untere Aferdrab; •» 700°C gebildet. wild... 
tungsleitungen beeinfluBt ,. ■ " ... Wie in Fig. 9 gezeigt ist, wird der Polysibziumfilm 6 in 

• .- einem gewunsch ten Muster durch einen photolithographi- 
Zweite Ausfuhrungsform schen AtzprozeB derart bemustert, daB der letzte Siliziumni- 

......... ^dfilm.S geschnitten wird und die Elementbildungsposition 

Fig. 4 bis 9 sind Ansichten zum Erklaren eines Hcrstel- ; 55, enthalten ist. .., 
lungsverfabrens einer Halbleitereinrichtung in einer zweiten , Danach, wird. der Siliziumnitridfihn 5. durch- beispiels- 
Ausffilihmgsform zum Herstellen des in der ersten Ausfuh- weise .Eintauchen des Werkstuckes .in ,eine Losung heiBer 
rungsfomerlautertenDUnnfilmtransistors., ,. .- ' . Phosphorsaure von 150°C komplett entfernt. Da Siliziumdi- 

Das Herstellungsverfahren der Halbleitereinrichtung, in oxidfilme durch die Phosphorsaurenlosung nicht .korrodiert 
der zweiten Ausfuhrungsform mit Bezug zu Fig. 4 bis 9 und 69 werden, bleibt der Siliziumdioxidfilm 2 intakt. Somit wer- 
1 bis 3 beschrieben. Wie in Fig.,4 gezeigt ist, wird ein Sili-, den vier Offnungen in dem KanalsiUzjumfilm.6 gebildet. 
ziumdioxidfilm 2 (Basisisolierfilm) einer vorbestimmten . :.. Wie in Fig. l^bis 3 gezeigt ist wird. ein. Gatesiliziumdi- 
Dicke von, beispielsweise. 100,0 nm (1000 A) auf einer oxidfilm 7 (Oberflachenisolierfilm) . einer vorbestimmten 
Oberflache eines Siliziumsubstrates ^1 (Halbleitersubstrat) .. Dicke von beispielsweise 20,0 nm (200 A) als Gateisolier- 
durch beispielsweise einen tbermischen OxidationsprozeB 65 film fiber der gesamten Oberflache des Werkstilckes durch 
gebildet. , ' einen CVD-ProzeB. mit reduziertem Druck gebildet. Wah- 

Ein Sihziumnitridfilm 3 (erstes Dummy-Teil) einer vor- . rend des Prozesses wird beispielsweise eine Reaktionstem- 
besummten Dicke von beispielsweise ungefahr 100,0 nm peratur: in .dem Bereich von, 600 bis ,700°C . verwendet so 
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daB der Basissiliziumdioxidfilm-2 und der Kanalsilizium- 
film-6 komplett mil dem Gatesiuziumdroxidfilm 7 bedeckt 
werden. 

Ein mit Phosphor dotierter Gatepolysibziumfilm 9 h". 
ein dotierter Polysiliziumfilm) (leitender Gatefilm) einer 
Dicke von ungefahr 100,0 nm (1000 A) wird fiber der ge- 
samten Oberflache des Werkstiickes durch CVD mit redii- 
ziertem Druck unter Verwendung von SiH4-Gasj das P.H3 
enthalt, bei einer Reakuonstemperatur in dem Bereich von 
beispielsweise 500 bis 700°G gebildet. Da der durch den 
CVD-ProzeB mit reduziertem Druck abgeschiedene Film 
eine ausgezeichnete Bedeckung aufweist, werden die in dem 
Kan alsilizium film 5 gebildeten Offnungen mit dem Gatepo- 
• lysiliziumfilm 8 anfgefullt. u... 

Der Gatepolysiliziumfilm wird in einem Yorbestimmien 
. Muster durch einen photolithographischen AtzprozeB derart 
. bemustert,' daB er den Karialsiliziumfilm 6schneidet, die 
' Elementbildungsposition aufweist und die Gateelektrode 8 
. (siehe Fig. 1) bildet . 
.'- • i Obwohl es nicht gezeigt ist^werden die gegeniiberhegeh- 
u den Enden des Kanalsiliziurnfilmes einer Source/Drain-Im- 
plahtation unter Verwenduhg der Gateelektrode 8, die auf 
dem Kanalsiliziumfilm 6 angeordnet ist, ausgesetzt. Dann 
- wird ein Schichtisolieroxidfilm gebildet und Verdrahtungs- 
leitungen aus Aluminium oder ahnlichem werden so gebil- 
; det, daB sie sich von der Gateelektrode und dem Source/ 
:■' Drainbereich erstrecken, so daB ein gewfinschter Transistor 
fertiggestellt wird. '- ■'. - : 

Der Dunnfilmtransistor; der in der zweiten Ausfuhrungs-^ 
form aufgebaut ist, weist einen Kanalbereich von m ehr als 
dem.Vierfacben des eines Einzelgate-TFT auf, wobei die 
gleiche Flache beansprucht wird, und er weist eine Stromka- 
pazitat von zumindest mehr als dem Vierfachen der des Ein- 
zelgate-TFT auf. Der oben dargestellte und beschriebene 
Dunnfilmtransistor weist eine Stromkapazitat von zumin- 
dest mehr als den Achtf achen der eines Einzelgate-TFT auf. 

;Da der Kanal des TFT in dieser Ausfuliruhgsfbnn durch 
die.Gates umgeben ist, wird der Kanal nicht durch die obe- 
^ren urid unteren Verdrahtungsleitungen beeiinfluBt und die 
< Eigenschaften des TFT werden nicht einer' Variation ausge- 
setzt.'" !.->.' : ; ' 

Bei der zweiten Ausfuhrungsform konnen der Kanal bzw. ! 
das Gate durch Verarbeiten eines eihzelnen leitenden Filmes 
durch einen einzelnen ProzeB gebildet werden. Das Verfah- > 
ren des' Herstellens einer Halbleitereinrichtung entspre- 
chend dieser zweiten Ausfuhrungsform karih wie folgt zu- 
sammengefaBt werden. ' 

■ : Zuerst wird ein streifenformiges, erstes Dummy-Teil in 
einem Bereich,>-der eine -Elementbildungsposition aufweist 
auf einem Basisisolierfilm auf einem Halbleitersubstrat ge- 
bildet (erster Schritt). Danh wird ein streifenformiges, zwei- 

v tes ^Dummy-'Teil derart gebildet, daB -es das erste Dummy- 
Teil ah der Elebentbildungsposition schrieidet; und das erste 
Dummy-Teil wird entfemt (zweiter Schritt). Ein streifenfor- 
miges, drittes Dummy-Teil wird derart gebildet, daB es das 

>i : zweite Dummy-Teil an der : mementbildungsposition schnei- 
det, und- das- zweite» Dummy-Teil wird entfemt (drifter 
SchriU). Der efste bis dritte Schritt wird eine vorbestimmte 
<Anzahlmalwiederhol£ so daB Dumrny-Teile fiber dem drii- ' 
ten'Dummy-Teil gebildet werden. Ein slreifenforiniger, lei- 

■ tender' Kanalfilm fur 'einen Kanal wird so gebildet, daB-'er 
das letzte^Dummy-Ieil an deir Elemehtbildungsposilioh 

'schneidet'iind das letzte' Dummy-Teil wird entfemt. Ein 
Oberflachehisbherfiim- wird fiber der gesamten Oberflache 

"des: leitenden ! Kanalfilmes gebildet." Ein streifenformiger,' 

■ leitender Gatefilm •fur' ein Gate wird so gebildet, daB erden 
: mil dem Obeiflachenisolierfilm S-bedeckten leitenden Ka- 
•; nalfiim an 'tier Elementbildungsposition schneidet 



8 



• : 'Bei dem Verfahreh wird bevorzugt jeder leitende Kanal- 

• 'film und/oder jeder leitende Gatefilm durch einen leitenden 
Einzelschichtfilm gebildet Weiterhin werden der leitende 

: 'Kanalfilm und/oder der leitende Gatefilm bevorzugt durch 
'5 eirieh Polysiliziumfilm gebildet. Weiterhin werden das erste 
r,m "n^das dritte Dummy-Teil bevorzugt durch Siliziumnitrid- 
• : filme gebildet und wird das' zweite Dummy-Teil bevorzugt 
) aurch. einen Polysiliziumfilm gebildet. 'Weiterhin werden 
der leitende Kanalfilm und der leitende Gatefilm derart ge- 
10 bildet, daB sie sich'zueinander senkrecht in eiiier dreidimen- 

• sionalen Art erstrecken. ' 

Dritte Ausfuhrungsform • 

15 Kg; 10bisl2sinddarstellendeFigureriderStruktureiner 
Halbleitereinrichtung einer dritten Ausfiihrurigsfoim. ' * 
' Fig;10 ist eine perspektivische Ansicht eines Diinnfilm- 
transistors, Kg. 11 ist eine Querschnittsansicht enUang der 
] Liriie A-AViti Fig. 10 und tig: 12 ist eine Querschnittsan- 
'20 >sicht entlang der Linie B-B' in Fig. 10. ' 
' Bei dem in Fig. 10 bis 12 gezeigteh Dunnfilmtransistor 
weist ein'Gate 8 ein iinters Zweiggate8a, das an der Ober- 
flache eines Isolierfilmes 2 derart gebildet ist, daB teilweise 
■ ein Tunnel zwischen dem Isolierfilm und dem unteren 
^25 Zweiggate 8a gebildet ist, und ein Zweiggate 8b; das von 
'• dem unteren Zweiggate 8a abzweigt und sich fiber das un- 
tere Zweiggate 8a derart erstreckt, daB dazwischen ein 
Durchgangsloch gebildet ist, urid das mit dem unteren 
!'• Zweiggate 8a fiber das Durchgangsloch verbunden ist, auf. 
•30 Ein Kanal 6 weist eiheri Zweigkanal 6a, der von einer '. 
Seite der Zweiggates 8a und 8b, d. h. von einer Seite des 
Durchgangsloches des Gates 8, abzweigt und sich durch den 
Tunnel des Gates 8 erstreckt, und einen Zweigkanal 6b, der 
sich durch das Durchgangsloch erstreckt, auf. Die Zweigka- 
35 hale 6a und 6b sihd an der anderen Seite der Zweiggates 8a 
oder 8b ; d. h. an der anderen Seite des anderen Endes des 
Durchgangsloches des Gates 8, vereint. 
- ■•'-•Die Zweigkanale 6a find 6b sind von den Zweiggates 8a 
urid 8b durch einen Gateoxidfilm 7 getrennt. 
40 ' ^ mcht-gezeigter Source/Drain-Bereich ist so gebildet, 
daB er mit dem Kanal 6 jeweils an den Seiten der Zweigga- 

- tes 8a und 8b, d: h. an den gegeniiberUeg'enden Seiten des 
Durchgangsloches des Gates 8, verbunden ist , 

■'-*•" Der Dunnfilmtransistor, der in der dritten Ausfuhrungs- 
45 form aufgebaut ist weist einen Kanalbereich auf, der das 

- Dreifache von dent des Einzelgate-TFT ist, wobei die glei- 

• che Flache belegt wird; und er weist eine Stromkapazitat 

- -auf , die zumindest das Dreifache der des Einzelgate-TFT ist. 
' - Da das Gate' fiber dem Kanal' des TFT dieser Ausffih- 

50 rungsform Iiegt; ; wird der Kanal durch obere Verdrahtungs- 
leitungen nicht beeinfluBt und die Eigenschaften des TFT 
werden keiner Variation ausgesetzt. 
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Vierte Ausfuhrungsform 



'Fig. 13 bis 17 sihd beispielhafte Figurefi eines Herstel- 
lungsVerfahrehs einer Halbleitereinrichtung einer vierten 
Ausfuhrungsform ziim Herstelleh des in der dritten Ausfuh- 
rungsform gezeigteh Duhnfilmtransdstdrs. 
60 • Das Herstellungsverfahr'eh der Halbleitereinrichtung der 
vierten Ausfuhrungsform wird mit Bezug zu Fig. 10 bis 12 
■ und 13 bis 17 beschrieben. " '■'>■■- 
' ' Wie in Kg. 13 gezeigt ; ist, wird ein Siliziuindioxidfilm 2 
; 0asisisolierfilhi) einer vorbestimmten Dicke vori beispiels- 
65 Vveise ungefiihr 100,0 nm (1000 A) auf einer Oberflache ei- 
nes Siliziumsubstrates 1 durch beispielsweise einen Ihermi- 
scben OxidationsprdzeB gebildet. '"'■'•■ 
' Ein' Polysiliziumfilm 4 (zweites DummV-Teil) einer vor- 
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bestiramten Dicke von beispielsweise ungefahr 100,0 nm 
(1000 A) wird durch einen CVD-ProzeB mit reduziertem 
Druck oder ahnliches unter Verwendung einer. Reaktions- 
temperatur in dem Bereich von beispielsweise 400 bis 
700°C abgeschieden. (Die vierte Ausfuhrungsform. weist 
kein dem ersten Dummy-Teil 3 der zweiten Ausfuhrungs- 
form entsprechendes Teil auf.) 

Danach wird der Polysiliziumfilm 4 zu einem Streifen mit • 
einer Breite entsprechend der des Kanals des Transistors be- 
mustert 

Wie in Pig. .14 gezeigt ist wird ein Siliziumnitridfilm 5 
: (dritte Dummy-Teil) dutch einen CVD-ProzeB mit reduzier- 
tem Druck unter Verwendung einer Reaktionstemperatur in 
dem Bereich von beispielsweise 700 bis 800°C abgeschie- 
■ den und dann wird der Siliziumnitridfilm durch einen photo- 
lithographischen AtzprozeB in ein gewiinschtes Muster be- 
. mustert r 
, Wie in Fig. 15 gezeigt ist, wird der Polysiliziumfilm bei- 
spielsweise durch einen isotropen PofysiliziumatzprozeB 
entfernt Folglich wird eine Oflhung unter; dem Siliziumni- 
tridfilm 5 gebildet 

( Wie in Fig. 16 gezeigt ist, wird nicht-dotiertes Polysili- 
:Zium fiber dem Siliziumnitridfilm 5 derart abgeschieden, 
daB ein Kanalsiliziumfilm 6 mit einer Dicke von'beispiels- 



wird. 

Der in dieser Ausfuhrungsform aufgebaute Dunnfilmtran- 
sistor weist einen Kanalbereich auf, der dreimal so groB ist 
wie der eines Einzelgate-TFT, wobei die gleiche Flache be- 
5 legt wird, und er weist eine Stromkapazitat von mindestens 
dreimal der des Einzelgate-TPT auf. 
Der Dunnfilmtransistor, der oben beschrieben und darge- 
' stellt wurde; weist eine Stromkapazitat von mindestens 

mehr als acht Mai der des Einzelgate-TFT auf. 
10 ; Da das Gate fiber den Kanal des. TFT in dieser Ausfuh- 
rungsform liegt, wird der Kanal nicht durch obere Verdrah- 
tungsleitungen beeinflufit und die Eigenschaften des TFT 
sind keiner Variation ausgesetzt .. 
In dieser Ausfuhrungsform konnen der Kanal bzw. das 
15 Gate durch Bearbeiten : eines einzemen leitenden Filmes 
durch einen emzelnen ProzeB gebildet werden. 

Das Ilerstellungsverfahren einer Halbleitereinrichtung 
entsprechend dieser vierten Ausfiinrungsform kann wie 
, folgt zusammengefaBt werden. 

20 ■ Zuerst wird ein streifenfpnniges, zweites Dummy-Teil in 
einem Bereich, der eine Elementbildungsposition aufWeist, 
auf einem Basisisolierfilm auf .einem Halbleitersubstrat ge- 
bildet Dann wird ein drittes, streifenformiges Dummy-Teil 
derart gebildet, daB es das zweite Dummy-Teil an der Ele- 



weise 40,0 nm (400 A) durch einen CVD-ProzeB mit redu^ ,25 mentbildungsposition schneidet, ; und das zweite Dummy- 
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ziertem Druck oder ahnliches unter Verwendung einer Re- 
aktionstemperatur in dem Bereich von beispielsweise 4Q0 
Ws 700°C gebildet wird. Dann wird der Kanalsiliziumfilm' 6 
in ein gewiinschtes .Muster durch einen pbotojithographi- 
schen AtzprozeB bemustert. " . 

, Danach wird der Siliziumnitridfilm 5 durch beispiels- 
weise Eintauchen des Werkstiickes in eine.Losung heiSer 
Phosphorsaure von 150°C komplett entfernt, wie in Fig. 17 
gezeigt ist Da SiUziumdioxidfiime durch die Phosphorsau- 
renldsung nicht korrodiert werden, bleibt der SiBziumdi- 
oxidfilm 2 intakt Somit wird eine Offhung in dem Kanalsi- 
liziumfilm 6 gebildet. . . 

Ein zweiter Siliziumdioxidfi]m7 mit einer vorbestimm- 
ten Dicke von beispielsweise 20,0 nm (200 A), A der als Ga- 
teisolierfilm dient, wird .fiber der gesamten Oberflache des 
Werkstuckes durch einen CVD-ProzeB mit reduziertem 
Druck gebijdet Wahrend dem ProzeB wird erne Reaktions- 
temperatur im Bereich von beispielsweise 600 : bis 900°C 
verwendet; so daB der erste Siliziumdioxidfilm 2 und der 
Kanalsiliziumfilm 6 komplett mit dem zweiten Siliziumdi- 
oxidfilm 7 bedeckt werden. , • < . 

Wie in Fig. lObis 12 gezeigt ist, wird ein phosphordotier- 
ter, zweiter Polysiliziumfilm 8 (d. h. dotierter Polysilizium- 
film). mit einer Dicke von ungefahr 100,0 nm (1000 A) auf 
. der gesamten Oberflache des Werkstuckes durcb ein CVD 
mit reduziertem Druck unter Verwendung fon : ,SiH4-Gas, 
das PH3 enthalt, bei einer Reaktionstemperatur in dem Be- •_ 
; reich von beispielsweise 500 bis 700°C :gebildet Da die- 
Filme, die durch den CVD-ProzeB mit reduzierte|n Druck 
abgeschieden werden, eine ausgezeichnetcBedeckuhg auf- 55 
weisen, wird die Offhung, die in dem Kanalsiliziumfilm 6 :. 
gebildet ist, mit dem zweiten Polysiliziumfilm 8 ,ai|fgefullt. 

Der zweite Polysiliziumfilm 8 wird in ein. gewiinschtes 
Muster durch einen photplithographischen AtlprozeB (siehe 
■ Fig. 10) derart. bemustert, daB eine Gateelektiode 3 gebildet, 60 
wird. . 

Obwohl es nicht gezeigt ist, wird eine Soujpce/Prainrlrn- 
. plantation unter Verwendung der Gateelektyqde 8; die fiber 
dem Kanalsiliziumfilm 6 gebildet ist als MSske durchge-, 
' fiihrt Es wird Zwischenschicht-Isolieroxidfilm gebildet.und 
Verdrahtungsleitungen aus Aluminium oder, aliplichem er- 
, strecken sich von der Gateelektrode und den'Source/Drain- 
Bereichen, so daB ein gewunschter Transistcsr/erdggestelli 



Teil wkd entfernt Ein streifenformjger, leitender Kanalfilm 
fur einen Kanal wird derart gebildet daB er .das dritte 
Dummy-Teil an der Elementbildungsposition schneidet und 
das dritte Dummy-Teil wird entfernt. Ein Oberflachenisc- 
lierfilm wird fiber der gesamten Oberflache des leitenden 
KanalfUmes gebildet Ein leitender, streifenformiger Gate- 
film fur ein Gate wird derart gebildet, daB der ledtende Ka- 
nalfilm, der mit dem Obeiflacheriisolierfilm bedeckt ist an 
der Hementbildungsppsition geschnitten wird. 

. Fiinfte Ausfuhrungsform 
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Fig. 18 bis 20 sind beispielhafte Figuren einer Halbleiter- 
einrichtung einer ffinften Ausfuhrungsform, Fig. 18 ist eine 
40 perspektivische Ansicht eines Diinnfilmtransistors, Fig. 19 
ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in Fig. 
18 und Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 
B-B'inFig. 18. 

Wie in Fig. 18 bis 20 gezeigt ist weist der Dunnfilmtran- 
sistor einen IsoUerfilm 2 auf, der an einer Elementbildungs- 
position vorgesehen ist, die in ihrer Oberflache eine Ausneh- 
mung 9 aufweist. Ein Gate 8 weist ein unteres Zweiggate 8a, 
das in einem Abschnitt der Oberflache des Isolierfilmes 2 
entsprechend ;der Ausnehmung 9 gebildet ist , und eine 
Mehrzahl yon Zweiggates 8b und 8c, die oberhalb des unte- 
ren Zweiggates 8a liegen und jeweils, ein Durchgangsloch 
dazwischen aufweisen, auf. ... 

Ein Kanal 6 weist Zweigkanale 6a und 6b auf, die von ei- 
ner Seite der Zweiggates 8a bis 8c, d. h. ,von einer Seite des 
Durchgangsloches des Gates 8, abzweigen und durch jedes 
Durchgangsloch des Gates 8 hindurchgehen. Die Zweigka- 
nale 6a und 6b sind an der anderen Seite der Zweiggates 8a 
bis 8c, d. h. der anderen Seite des Durchgangsloches, ver- 

eint. i . . ■ • - • ,.: 

Die Zweigkanale 6a und 6b sind von den Zweiggates 8a 
bis 8c durch einen Gateoxidfilm 7 getrennt. . , 

Ein Source/Drainbereich (nicht gezeigt). ist mit dem Ka- 
nal 6 jeweils an gegeniiberhegenden Seiten der Zweiggates 
8a bis 8c,,d. h. ( an gegeniiberliegenden Seiien des Durch- 
gangsloches, yerbunden. , ,; 

Der in dieser Ausfuhrungsform aufgebaute Diinnfilmtran- 
sistor, weist eine Kanalflache von viermal der eines Einzel- 
gate-TFT, wobei die ; gleiche Flache beansprucht wird, und 
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eine Stromkapazitat von zumindest viermal der des Einzel- 
gate-TFTauf. • 

Die H6he ! der Stufen in dieser Ausfuhningsform ist um : 
eine Hone entsprechend derHefe der Ausnehmung 9 redii- 
' ziert. " ■ ' 

Da der Kanal des TFT in dieser Ausfuhrungsform durch 
das Gate'umgeben ist, wird der Kanal nicht durch obere und 
.untere ■ Verdrahtungsleitungen beeinfluBt und die Eigeh-' 
schafteri^des TFT werden keiner Variation ausgesetzt. 
1 : SchlieBlich' karin die Konstruktion der Halbleitereinrich- 
tung entsprechend dieser fiinften , Ausfuhrungsform wie 
folgt zusammengefaBt werden. 

Die Halbleitereinrichtung weist ' ein Halbleitersubstrat 
auf, das mit einer AusnehmungYOrgesehen ist. Ein Isolier- 

■ film ist auf einer Oberflache der 1 Ausnehmung und auf einer 
Oberflache ' des HalbleitersubstrateS gebildet.'' Ein Gate ist 

• vorgesehen, das ein unteres Zweigg'ate aufweist das so ge- 
bildet ist" daB es sich auf der Oberflache des Isoherfilmes, ; 
der auf der Oberflache der Ausnehmung gebildet ist und auf 
der Oberflache des^Isolierfilfries erstreckt. Das Gate" weist * 
weiterhin eine Mehrzahl von anderen Zweiggates auf, die 
von einem Ehde abzweigen und sich iiber das untere Zweig- • 
gate erstrecken. Eine'Mehrzahl Vori Gatedurchgangslochem 
sind zwischen dem iinteren Zweiggate und den anderen ■ 
Zweiggates jeweils vorgesehen. Bin Kanal ist vorgesehen, 
der Sine Mehrzahl von Zweigkanalen aufweist, die von einer 

; Seite der Gatedurchgangslocher abzweigen uhd sich durch 
die Gatedurchgangslocher erstrecken. Die Zweigkanale sirid : 
auf der anderen Seite der Gatedurchgangslocher vereirit 
Weiterhin ist jeder der Source/Drain-Bereiche derart gebil- 

- det, daB er-rnit dem Kanal an deh gegehiiberliegende Seiten 

' der Gatedurchgangslocher verbunden ist ■ - 

• - Sechste Ausfuhrungsform 

Fig. 21- bis 25 sind beispielhafie Figuren eines Herstel- 
lungsverfahrens einer Halbleitereinrichtung einer sechsten 
' Ausfulmmgsforni zum Herstellen des in" der fiinften Ausfuh- 
rungsform ^gezeigtehDurmfilmtransistors. ■ 

Das Herstellungsverfahren der Halbleitereinrichtung • in 
der sechsten Ausfuhrungsform wiird irri folgenden mit Be- 
zug zii Fig. 18 bis 20 und 21 bis 25 beschrieben. 

Wie in Fig. 21 gezeigt ist, wird ein Siliziurndioxidfilm 5 2 
■eirier vorbestimmten Dieke von beispielsweise ungefahr 
; 100,0 nrn (1000 A) auf einer Oberflache eihes Siliziumsub^ 
strates-i'durch beispielsweise ' einen thermischen Oxidati- 
■< onsprozeB gebildet. " - 

1 " : Eine Resistmaske eines gewiinschten Musters wird durch 
•' einen 'photohthbgraphischen ProzeB' gebildet uhd ein Teil 

■ des Siliziumd^6xidfilrnes' 2 : wird durch einen ' ahisotropen 
TrockenatzproieB derart entfernt, daB'ieine Ausnehmung 9 
einer vorbestimmten Abmessuhg ^siehe Fig. -21) gebildet' 
wird! Wenridie Ausnehmung 9 durch 'deh anisotropen Trbk- 

■ kenatzprozeB' gebildet wird, kahh ein Abschnitt des Silizi- 
umdioxidfUines 2, der der Ausnehmurig'9 entsriricht, kofn- 

l plett entfernt werden. Soriiit wirti ein Abschnitt der Oberfla- 
che de^ Sifiznimsubstrates entsprechend der Ausnehmung 9 
freigelegt oder ein Teil des Abschriittes des Siliziumdioxid- 
filrnes 2 entsprechend der Ausnehmung 9 kann verbleiben 

. urid wird riicht entfernt Sorhi t muB der Abschiiitt der Ober- 
flache des" : Siliziumsubstrates : nicht 'freigelegt werden, vor- 

' ausgesetztj-'daB 'die Ausnehmung mit 'einer vorbestimmten 
f Tiefe yon beispielsweise Ungefahr 50,0 rim (500 A) gebildet 
' wird.' Die Abfriessurig' (oder -Flache) "der Ausnehmung 9 ist 
etwas groBer als die Abmessurig'CL uhd W) des Kanales des 
! Dunnfilmtrarisistor, der hergestellt werden soil. ■ ' 

" Wie iri'Fig. 22 gezeigt ist, wird Smziumnitrid durch ein 
'OVD : ProzeB'rnit reduziertem Druck bei eirier Reaktibns- 
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temperatur in' dem Bereich von beispielsweise 400 bis 
700°C derart abgeschieden, daB die Ausnehmung'9 gefullt 
wird und ein SiliziumnitridfUm 3 (erstes Dummy-Teil) ge- 
bildet wird. Der Siliziumnitridfilm 3 wird durch ein aniso- 
. tropes' Trockenaizen derart zuriickgeatzt, daB der Silizium- 
nitridfilm »3- etwas entfemt wird, und das Atzen-wird ge- 
stoppt, wenn die Oberflache des Oxidfilmes 2 freigelegt 
.wirdJSomit'wird der Siliziumnitridfilm 3 nur in 'der Ausneh- 
mung 9 gebildet .und die Oberflache des Werkstuckes wird 
eben. '..■■•: 

Ein nicht dotierter Polysiliziumfilm 4 (zweites Dummy- 
Teil) einer vorbestimmten Dicke von beispielsweise 
100,0 nm (1000 A) wird durch einen GVD^ProzeB mit redu- 
ziertem Druck oder ahnliches unter Verwendung einer Re- 
aktionstemperatur in dem. Bereich Von beispielsweise 400 
Bis 700°C abgeschiedem . . - . . . 

Danach wkd der Polysiliziumfilm 4 in ein gewunschtes 
Muster durch einen photdlithographisch'en AteprozeB be- 
mustert '■• 1 ' : ; • '. r 

; Wie in Fig. 2A gezeigt ist, wird em Siliziumnitridfilm 5 
(drittes Dummy-Teil) einer vorbestimmten Dicke Von bei- 
spiekweiseungefahr 100,0 nm (1000 A) durch binen CVD- 
ProzeB mit reduziertem Druck unter Verweridung einer Re- 
aktionstemperatur in dem Bereich von beispielsweise 400 
•bis i 700°C abgeschieden und dann wird der Siliziumnitrid- 
film 5 in ein gewiinschtes Muster durch einen photolithogra- 
phischen AtzprozeB bemustert. ' ; 

'Dann wird ; der Polysiliziumfilm 4' durch. beispielsweise 
einen isotropen PolysiliziuTTiatzprozeB komplett entfemt. 
Folglich wird eine Offnung in einer Struktur gebildet, die 
aus dem Siliziumnitridfilm 3 und dem "Siliziumnitridfilm 5 
besteht " 

Wie in Fig. 25 gezeigt ist, wird nicht dotiertes Polysili- 
zium durch. einen GVD-ProzeB mit reduziertem Druck oder 
ahnliches unter Verweridung einer Reaktionstemperatur in 
dem Bereichvon beispielsweise 400 bis 700°C ! iiber dem Si- 
Uziurnnitridfilm 5 derart abgeschieden, daB ein Kanalsilizi- 
umfilm 6 mit einer Dicke von beispielsweise 40,0 nm (400 
A) gebildet wird., Darin wird der Kanalsiliziurhfilm 6 in ein 
gewiinschtes • Muster durch einen photblithdgraphischen 
AtzprozeB bemustert. 

Dahach werden die Siliziumnitridfilme 3 und 5 durch bei- 
spielsweise Eintauchen des Werkstuckes in eine Losung hei- 
Ber Phosphorsaure von 150°C kpmplett entfemt. Da Silizi- 
umdioxidfilme durch eine Phosphorsaurenlosung nicht kor- 
rodiert werden, verbleibt der Siliziumdioxidfilm 2 intakt. 
Somit wird eine Offnung in dem Karialsiliziumfilm 6 gebil- 
det. ' : ■• ■ j ■ 
! WieiriFig. 18 bis 20 gezeigt ist, wird ein Siliziumdioxid- 
film 7' einer^ vorbestimmten Dicke- von' beispielsweise 
20,0 nm (200 A), der als Gateisolierfilm dient, iiber der ge- 
samten Oberflache des' Werkstuckes durch einen CVD Pro- 
zeB mit reduziertem Druck unter Verwendung einer Reakti- 
onstemperatur in dem Bereich 'von beispielsweise 600 bis 
9G0°C gebildet. Soriiit werden der Siliziumdioxidfilm 2 und 
der Kanalsiliziumfilm 6 komplett mit dem Siliziumdioxid- 
film 7 bedeckt; ^ ' 

: . Danach wird ein Gatepdlysiliziumfilm 8 (d. h. ein dotier- 
ter Polysiliziumfilm) -mit einer Dicke von ungefahr 
100;0'nm (1000 A)' iiber der gesamten Oberflache des Werk- 
stiickes durch ein CDV mit reduziertem Druck unter Ver- 
wendung' vori'SiH4-Gas,-das PH3 'enthalt, bei einer Reakti- 
onstemperatur in dem Bereich von 'beispielsweise 500 bis 
700 ? C gebildet! Da Filme. die durch eirien CVD-ProzeB mil 
reduziertem' Druck abgeschieden sind, -eine exzellente Be- 
deckung aufweisen, wird die Offiiung.'die in dem Kanalsili- 
: ziumfilm' 6 gebildet ist, mit dem Gatepolysiliziumfilm 8 auf- 
gefullt Der Gatepolysihziumfilm 8 wird in ein gewunschtes 



A BE\ 198:03 479 A 1 



13 



14 



Muster durch einen photolithographischen AtzprozeB (siehe . 
Fig. 18) derart bemustert, daB eine Gateelektrode 8 gebildet 
wird. 

Obwohl es nicht gezeigt ist, wird eine Source/Drain-Im-, 
plantation unter Verwendung der Gateelektrode 8, die iiber , 
dem Kanalsiliziumfilm 6 gebildet ist, als Mask'e durchge- 
fiihrt. Es wird ein Schichtisolieroxidfilm gebildet und Ver-., 
drahtungsleitungen aus Aluminium oder ahnlichem erstrek- 
ken sich von der Gateelektrode und. dem Source/Drainbe- 
reich. derart, daB der, gewiinschte Transistor fertiggestellt 
wird. , .. .. , ; 

Der so aufgebaute piinnfilmtransistor dieser Ausfuri- 
rungsform weist einen Kanalbereich von viermal dem eines 
Einzelgate-TFT, wobei die gleiche Flache beansprucht wird, . 
und eine Stromkapazitat yon zumindest viermal der des Ein- 
zelgate-TFT auf. . 

. ... .In dieser Ausfuhrungsform.ist die Hohe der.Stufen durch 
eine Hohe entsprechend der Tiefe der in dem Siliziumdi- 
oxidfilm 2 gebildeten Ausnehmung ,9 reduziert. . 

Da der Kanal des TFT in dieser Ausfuhrungsform.durch 
das Gate umgeben ist, wird der Kanal nicht durch obere und 
untere Verdrahtungsleitungen beeinfluBt und die Eigen- 
schaften des TFT sind keiner Variation ausgesetzt. 

In dieser Ausffihrungsfqrm konnen der Kanal und/oder 
das Gate durch Bearbeiten eines einzelnen, leitenden Rimes 
durch einen einzelnen ProzeB gebildet werden. 

SchlieBlicb wird das Herstellungsverfahren einer Halblei- 
tereinrichtung entsprechend dieser sechsten Ausfiihrungs- 
form wie folgt zusarnmengefafit 
Zuerst wird eine Ausnehmung in einem Halbleitersubstrat 

, an einer Elementbildungsposition gebildet Dann wird ein 
Basisisolierfilm derart gebildet, daB eine Oberflache der 
Ausnehmung und eine Oberflache des Halbleitersubstrates 
bedeckt. wird. Die Ausnehmung. wird mit einem ersten 
Dummy-rTeil aufgefilllt. ■ Ein zweites, streiferifbrmiges 
Dummy-Teil wird derart gebildet, daB.es sich uber das erste '. 
Dummy-leil, das die Ausnehmung fullt, und ebenfalls uber 
die Oberflache des Halbleitersubstrates, das mit dem Basis- 
isoiierfihn bedeckt ist, erstreckt Ein drittes, streifenformi- 
ges Dummy-leil wird derart gebildet, daB es das zweite 
Dummy-Teil an der Elementbildungsposition schneidet. Ein 
leitender, streifehiormiger KanalfUm fur einen Kanal wird 
so gebildet, daB er das dritte Dummy-Teil an der Elementbil- 
dungsposition schneidet, und das dritte und'erste Dummy- . 
Teil werden entfernt Bin OberflachenisoUerfilm wird an der 
Oberflache des leitenden Kanalfilmes gebildet. Ein streifen- 
formiger, leitender Gatefilm.fur ein Gate wird so gebildet,. 
daB er den leitenden Kanalfilm, der mit demOberflacheniso-' 
lierfilm bedeckt 1st, an der Elementbildungsposition schnei- 

' r det, V ; ' . ", [ ,.' ■ 

. Siebte Ausfuhrungsform 

Fig. 26 bis 28 siridbeispielhafte Figuren einer Struktur ei- 
ner Halbleitereinrichtung einer. siebten Ausfuhrungsform. 
Fig. 26 ist eine perspektivische Ansicht eines Diinnfiuntrah- 
sistors.Fig. 27 ist eine Querschniltsansicht entlang derLinie 
A-A' in Fig. 26 und Fig. 28 ist eine Querschnittsansicht en> 
lang der Linie B-B' in Fig. 26.' 

. Wie in Fig. 26 bis 28 gezeigt ist, weist ein .Gate 8 ein un- 
teres Zweiggate 8a auf, das an der Oberflache eines Isolier- 
filmes 2 gebildet ist. Das Gate 8 weist ebenfalls eine Mehr- 
zahl von Zweiggates 8b, und 8c auf, die von dem unteren 
Zweiggate 8a abzweigen und iiber dem unteren Zweiggate 
8a liegen, wobei dazwischen entsprechende Durchgangslo- 
cher ^vorgesehen sind. , 

Ein Kanal 6 weist Zweigkanale 6a und 6b auf, die von ei- 
ner. Seite der Zweiggates 8a bis 8c, d. h. von einer Seite des 



Durchgangsloches des Gates 8, abzweigen und sich durch 
die entsprechenden Durchgangslocher erstrecken. Die 
Zweigkanale 6a und 6b sind an der anderen Seite der Zweig- 
. gates 8a bis 8c, d. h. der anderen Seite des Durchgangslo- 
5 ches, vereint. t 

Die Zweigkanale 6a und 6b sind von den Zweiggates 8a 
. bis 8c durch einen Gateoxidfilm 7 getrennt. . ■ 

Ein Source/Drainbereich (nicht gezeigt) ist mit dem Ka- 
nal 6 jeweils an gegeniiberliegenden Seiten der Zweiggates 
to 8a und 8c, d. h. an den gegeniiberliegenden Seiten des 
. Durchgangsloches, verb linden. 

j Obwohl der Diinnfilmtransistor der siebten Ausfuhrungs- 
form sich von dem Dunnflimtransistor der ersten Ausfiih- 
, rungsform in der Anzahl der Zweiggates und.der Anzahl der 
15 Zweigkanale unterscheidet, basieren der Diinpfilmtransistor 
der ersten und der der siebten Ausfuhrungsform auf demsel- 
ben strukturellen KonzepL 
Der.in dieser Ausfuhrungsform gezeigte Dtanfilmtransi- 
, stor weist einen Kanalbereich yon viermal dem eines Ein- 
10 zelgate-TFT, wobei derselbe Bereich beansprucht ist, und 
eine Stromkapazitat von zumindest viermal der des Einzel- 
gate-tFTauf. \_ 

Da der Kanal des TFT in dieser Ausfuhrungsform durch 
das Gate umgeben ist,' wird der Kanal nicht durch obere und 
25 untere Verdrahtungsleitungen beeinfluBt . und die Eigen- 
: schaften des TFT werden nicht einer Variation ausgesetzt. 

Achte Ausfuhrungsform 

30 Fig. 29 bis 34 sind beispielhafte Figuren eines Herstel- 
lungsveifahrens einer Halbleitereinrichtung einer achten 
.. Ausfuhrungsform. zum Herstellen des in der siebten Ausfuh- 
rungsform gezeigten Dunnfilmtransistors. , 
" ' Das Herstellungsverfahren der ( Halbleitereinrichtung in 
35 dieser Ausfuhrungsform wird mit Bezu'g zu Fig. 26 bis 28 
. '. und 29 bis 34 beschrieben. ", 

Wie in Fig. 29 gezeigt ist, wird ein Siliziumdioxidfilm 2 
, (Basisisolierfilm) emer vorbesdmmten Dicke von beispiels- 
, weise ungefahr 100,0 nm (1000 A) auf einer Oberflache ei- 
40 nes Siliziumsubstrates 1 (Halbleitersubstrat) durch bei- 
spielsweise einen thermischen OxidationsprozeB gebildet. 

Ein Siliziumnitridfilrn 3 (erste's Dummy-Teil) einer vor- 
bestimmten Dicke von beispielsweise ungefahr 100,0 nm 
(1000 A) wird durch einen CVD-ProzeB mit reduziertem 
45 .Druck unter Verwendung einer Reaktionstemperatur in dem 
Bereich yon beispielsweise 400 bis 700?|C auf dem Silizi- 
umdioxidfilm 2 gebildet. 

' Ein PolysiUziumfilm 4 (zweites Dummy-Teil) einer vor- 
, bestimmten Digke von beispielsweise ungefahr 100,0 nm 
SO (1000 A) wird durch einen CVD-ProzeB rhit reduziertem 
Druck'unter Verwendung einer Reaktionstemperatur in dem 
Bereich von beispielsweise 600 bis 900°C gebildet. 

Dann wird der Polysiliziumfilm 4 in ein gewiinschtes Mu- 
ster durch einen photolithographischen AtzprozeB bemu- 
55 stert . ' '. ' . " .' ' \ '■ 

Wie in Fig. 30 gezeigt ist, wird ein Siliziumnitridfilrn 5 
(drittes DummyrTeil) mit einer vorbestimmten Dicke von 
.' beispielsweise 100,0 rim (1000 A) durch einen CVD-ProzeB 
mit reduziertem Druck unter Verwendung einer Reaktions- • 
60 ' temperatur in dem Bereich von beispielsweise 400 bis 
700°C gebildet. Dann. wird der Sihziumnitridfilm 5 in ein 
, |ewunschtes Muster durch' einen 'photolithographischen 
AtzprozeB unter Verwendung einer Resistrriaske 101 bemu- 
stert.. . ..... 

65 Wie in Fig. 30 und 31 gezeigt ist, .wird in einem Zustand, 
bei dem die Resistmaske 101 vorhanden ist, der Polysilizi- 
umfilm 4 beispielsweise' durch einen isotropen AtzprozeB 
komplett entfernt. 
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Wie in Fig. 30 und 31 gezeigt ist, wird in einem Zustand, ; die heiBe Phdsphorsaurenlosung bedingt ist, reduziert wer- 
bei dem Resistmaske lOl.vorhanden ist der Siliziumnitrid f,:> den. ' 
film' 3 in ein gewiinschtes Muster durch einen anisotropen . Da der TFT-Kanal durch das Gale umgeben ist, wird der 
AtzprozeB beraustert. Folglich wird eine Offnung in einer Karial'nicht durch obere und untere Verdrahtiingsleitungen 
Slruktur, die aus dem ersten Sib'ziumniiridfilm 3 und dem \ s" beeinfluBt'uhd die Eigenschaften des TFT sihd keiner Va- 
■Siliziurnhitridfilm 5 besleht, gebildet. ' ' : ;'. : " ! nation ausgesetzt. ' • 

Wie in Fig. 32 gezeigt ist, wird' riicht dotiertes Polysili- ' ' irr (iieser Ausffihrurigsform werden der Kanal bzw. das 
zium mil eiher vorbestimmten Dicke von beispie!sweise < ' v "..Oate" durch Verarbeitung eines einzelnen, leitenden Filmes 
40,0 nm(4(X) A) uber der Oberflache des We'rkstuckes durch' ;r: ' dufch einen einzelnenProzeB gebildet.' ' '-' 
beispielsweise einen CVD-PrbzeB mil reduziertem Druck 'i'O ' SchlieBlich kanri' das Herstellungsverfahren einer Halb- 
unler Verwendung einer Reaktiohstemperatur in dem Be- leitereinrichtung entsprechend dieser achten Ausfuhrungs- 
reich von beispiekweise 400 bis 700°C derart abgeschieden, form wie folgt zusammengefaBt werden. 
daB i eih Kahalsifiziumfilm 6 gebildet wird. Per Kanalsilizi- ' Zuerst wirdetoerstesDunimy-Teilan erne Oberflache ei- 
umfiim 6 wird in ein gewiinschtes Muster durch einen phc- nes Basisisolierfitmes, der an einer Oberflache eines Halb- 
' tolithographischen AtzprozeB inker Verwendung einer Re-' is' leitersubstrates 'gebildet ist' gebildet Dahn wild ein zweites, 
sistmaske 102 bemustert. " ' ' . steofenfBiiiiiges Dummy-Teil in einem Bereich, der one".' 

Wie in Fig. 32 und 33 gezeigt ist, Werden' in einem Zu- " ; Elementbildungsposition aufweist, auf einem Halbleitersub- 
stand, bei dem 'die Resistmaske 102 r vorhanden ist, die Sili- : ' -strat, auf dem das erste Dummy-Teil gebildet ist, gebildet. : 
ziummtridfilme 3 und 5:durch'' ein'anisotropes Atzen derart Fin driltes, streifenformiges Dummy-Teil, das mit einer Re- 
geatzt, dafi die'Siliziumnitridfilme bis auf die Abschnitte'in ' 20 sistmaske bedeckt ist,' wird derart gebildet, dafi es das zweite 
den Offhungen entfernt werden. Somit werden die Offnun- " Dummy-Ted an der Elementbildungsposition schneidet 
gen des Kanalsiliziwnfilrn.es 6 aufgefUllt und dahh wird die Das zweite Dummy-Teh" wird durch die Resistmaske ent- . 
Resistmaske 102 entfernt (siehe Fig. 33). ferht und das erste Dummy-Teil wird entlang des dritten 

Wie in Fig. 34 gezeigt ist, werden die Sm'ziunmitridfilme v - Dummy-Tales bemustert Ein leitender, streifenformiger 
beispielsweise durch Fintauchen des Werkstfickes in eine 25 Kanalfilm fur einen Kanal, der mit einer Resistmaske be- 
Losung ' heiBer Phosphorsaure von 150°C volistandig ent- deckt ist, wird derart gebildet dafi er das dritte Dummy-Teil 
femt. Da Siliziumdioxidfilme durch die Phosphorsaurenlo- ah der Elementbildungsposition schneidet Das dritte 
sung nicht'korrodierf werden, verbleibt der Siliziumdioxid- ' Dummy-Teil und das bemusterte erste Dummy-Teil werden 
film 2 intakt Somit wird eine Cffnung in deni Kanalsilizi- , durch anisotropes Atzen' unter Verwendung der Resistmaske 
umfilm 6 gebildet ' 3D bemustert Ein Abscbnitt des dritten Dummy-Teils, der mit ' 

' ' " Wie in Fig. 26 bis 28 gezeigt ist wird eih Gatesiliziumdi- ' dem leitenden Kanalfilme s bedeckt ist und nach dem aniso- 
oxidfilm 7 einer vorbestimmten Dicke von beispielsweise tropen Atzen verbleibt wird entfernt und das erste Dummy- 
20,0 pm (20O A) derart abgeschieden, daB der SiKziumdi- ' Teti wird entfernt 

oxidfiim 2 und der Kanalsiliziuihfilm 6 komplett bedeckt ' Ein Oberflacheriisolierfilm wird fiber der gesamten Ober- 
werdeh. Ein CVD-ProzeB mit reduziertem Druck wird mit 35 'flache des leitenden Kanalfilmes gebildet. Ein leitender, 
einer Reaktionstemperatur in dem Bereich 'von beispiels : ' streifenformiger Gatefilm Sftir ein Gate wird derart gebildet 
. weise 60P bis900' > C verwendet " ; dafler den leitenden Kanalfilm, der mit dem pberflachenisc- 

Daa'ach wird ein Gatepolysiliziumfilrn 8 (d. h. ein dotier- ' lierfilm bedeckt is t, an der Elementbildungsposition schnei- 
ter Polysib'ziumfilm) mit einer Dicke von beispielsweise un- det '" 

gefahr 100,0 nm(iOOOA) fiber der gesamten Oberflache des 40 % 1 - 

'Werkstfickes durch ein CDV'mit reduziertem' Druck, das Neunte Ausfuhrungsform, 

" SiH4-Gas, das PF13. enthalt, verwendet bei einer Reaktions- ' 
temperatnr in dem Bereich von beispielsweise 500 bis _F^. 35 ins 37'sind b^qndha&e.Hguren'einBi Stniktur ei- 

', TQtfC gebildet Da'Hmie, dutch ana CVD-ftqzeB mit ' ner'Halbleitereinrichtung einer neunten Ausfuhrungsform. 
reduziertem Druck abgeschieden sind, eine exzellente Be- 45 Fig. 35 ist eine perspektivische Ansicht eines Diinnfilmtran- 
deckung aufweisen, ist die Offhung, die in dem Kanalsilizi- sistors,Fig.36istemei^erschhittsansichtenUangderLinie 
umfilm 6 gebildet ist, mit dem Gatepolysmziurnfilm 8' auf- . A- A' in Fig. 35 und Fig. 37 ist eine Querschnittsansicht ent- 
gefullt ' '. • lang der Iinie B-B' in Fig. 35. '. ' 

perGatepolysilizium^to8wifdinemgewuaschtesMu- Wie in Fig. 35 bis 37 gezeigt ist, Weist ein in diesem 
ster durclj ^ einen photolithographischen AtzprozeB derart be- 50 Duhnfilmtransistor enthaltener Kanal 6 einen unter en 
mustert, daB eine Gateelektrpde 8 (siehe Fig; 26) gebildet Zweigkanal 6a, der an der Oberflache eines Isolierfilmes 2 
Wird. ' ',' . ' liegt und eine Mehrzahl von ! Zweigkanalen 6b und 6c, die 

Obwbhl es mcht gezeigt ist wircl eine Source/Drain-Im- von dem unteren Zweigkanal 6a abzweigen und fiber ihm 

"■plantation unter" Verwendung de'r'Gateelektrode 8, die fiber " liegen, auf . ' 

dem Kanalsiliziumfilm 6 gebildet ist als Maske durchge- 55 Ein Gate 8 weist Zweiggates 8a und 8b a'uf , die von einer 
fiihrt: Es wird ein Zwischenschicht-Isolierpxidfilm gebildet ! Seite der Zweigkanale 6a bis 6c', d. h. von einer Seite eines 
und Verdrahturigsleitungen aus Aluminium oder ahnlichem Durchgangsloches des Kanales 6, abzweigen 1 und jeweils 

( eistrecken sich yon der Gateelektrode und dem Source/ • durch das'Durchgangsioch des Kanales 6 hindurchgehen. 
Drainbereich, so' daB ein .gewunschte Transistor fertigge- Die Zweiggates 8a und 8b sind an der anderen Seite der 
VteUtwird! . , " , ,' ' 60 Zw'eigkanlle 6a bis 6c,"d h: an der andeien Seite des Durch- 

,/\'D^,m/ ; dieser AusAliiui^sfQrni konstruierte DOnn'filin-.' : 'gangsloches des Kanales ^'veiein.t. 1 '- 
transistor weist einen Kanalbereich yoii viermal dem eines' Die Zweigkanale 6a und 6c sind von den Zweiggates 8a 

' Eihzelgate-'lVr.'wdbei derselbe Bereich beansprucht wirlll ' ""bis'8b durch einen Gateoxidfiim 7 g'etrenht. ' 
und eine Stromkapazitat von zumindest viermal der des Ein- * ' ' Ein Soiirce/Drainbereich (nicht gezeigt) ist mit dem Ka- 

' zelgate-TFT aiif. . 65 rial 6 jeweils an gegeniiberliegehden Seiteh der Zweiggates 

Da<&ZatzutnEntfeifien d^i^itridfilines unter Verwen- 8a und 8b, d. h. an den gegeniiberliegenden Seiten des 
dung einer heiBeh Phosphorsaurenlosung reduziert werden' , ' ! Durchgaingslochesdes'Gates 8, verbunden. 
kann, kann ein Schaden des Kanalsiliziumfilmes, der durch'' " Der in dieser Ausfuhrungsform konstruierte Diinnfilm- 
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transistor weist einen Kanalbereich von viermal dem eines, 
Einzelgate-TFT. wobei die gleiche Flache beansprucht wird, , 
und eine Stromkapazitat von zumindest viermal der des Ein- 
zelgate-TFT auf. ;j ' „ . 1 

Da der TFT-Kanal durch das Gate umgeben ist,- wird. der ; ,5 
Kanal nicht durch obere and untere Verdrahtungsleitungen „ 
beeinfluBt, und die Eigenschaften des TFT werden sind kei- . ^ 
'ner Variation ausgesetzt. . . 
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Fig. 38 bis 41 sind beispielhafte Figuren eines Hersfel- 
lungsverfahrens einer .Halbleitereinrichtung einer.jzehnten 
Ausfuhrungsform zurri ,Herstellen des, in der neimteh Aus- 
fuhrungsform gezeigten Dunnfilmtransistors. r 15 

Das Herstellungsverfahren der ; Halbleitereinrichtung in 
dieser Ausfuhrungsform wird im folgenden mit.Bezug izu . 
Fig. 35 bis 37 und 38.bis 41 beschrieben: , "... 

Wie.in Fig. 38 gezeigt ist, wird ein Sihziumdioridfilrn 2 ./. 
einer vorbestimmten Dicke von beispielsweise ungefahr 20 
100,0 nm (1000 A) auf einer Oberflache eines Sitiziumsub- ■ 
strates 1 durch beispielsweise einen thermischen Qxidatir 
onsprozeB gebildet • *'J . 

„■ Ein Siliziummtridfilm 3 (erstes Dummy-Teil) einer vor- 
bestimmten Dicke von beispielsweise ungefahr , lOjO.O Jim 25 
(1000 A) ist auf, dem Siliriumdioxidfilm 2 durch einen . 
CVD-ProzeB mit reduziertem Druck unter 'Verwendung' ei- 
ner Reaktionstemperatur in dem Bereich von beispielsweise 
700 bis 800°C gebildet , , f 

Der Siliziumnitridfilm 3 wird in der Form eines Streifens 30. 
, mit einer Breite, die dem Kanal eines herzustellenden Tran- 
sistors entspricht, bemustert. .. .. 

Ein nicht-dotierter Polyrihziumfilm 4 (zweites Dummy- 
Teil) einer vorbestimmten Dicke von beispielsweise 
100,0 nm (1000 A) wird auf demSiiiziumniuidfilm 3 durch, 35 
einen CVD-ProzeB mit reduziertem Druck unter Verwen- 
dung einer Reaktionstemperatur in dem Bereich. von bei- 
spielsweise 400 bis 700°C gebildet. "',;>, V 
; Dann' wird der Polysihziumfilm 4 in ein gewiinschtes Mu- 
ster, durch einen photplithographischen AtzprozeB ',!bemu- 40 
stert, wie in Fig. 39; gezeigt ist. r / k; *. 

Dann wird der Sihziunmitridfilm durch Eintauchen ; ,des 
;Werkstuckes in beispielsweise eine Losung heifier Phos- 
phorsaure von 150°C komplett entfernt Folglich wird eine , 
Offhung in dem Polysihziumfilm 4 gebildet. 45 

Ein Siliziumnitridfilm 5 wird fiber der gesamteh Oberfla- 
che des Werkstiickes durch einen CVD-ProzeB, mit reduzier- 
tern Druck unter, Verwendung einer Reaktionstemperatur in 
dem Bereich von beispielsweise 700 bis 800°C gebildet. 
. Dann wird der Siliziumnitridfilm 5 in ein gewfinschtei 50 
Muster durch, einen photolithographischen , AtzpkiteeB be-., 
mustert, wie in.Rg. 40 gezeigt ist . . ;* 

Dann wird, der Siliziumiiitridfilm 4 durch beispielsweise 
einen isotropeh Polysiliziuniatzpro'zeB komplett entfpmt. 
Folglich wird eine Offhung in deni Siliziumnitridfilm 5,'g'e- 55 
" bildet. , .. ' „ .< ' 

Danach wird eine Gateelektrode 8 aus Polysiliziumlauf 
der Oberflache des Werkstiickes gebildet. Ein Pplysilizium- 
film 8 (d, h. ein dotierter Polysihziumfilm) mit einer Dicke- , 
von beispielsweise ungefahr 100,0 nm (1000 A) wird 1 liber 60 
..der gesamten Oberflache, des Werkstiickes durch ein CDV 
. mit reduziertem Druck, das SiH4-Gas, das PH3 enthalt^ver- 
.wendet, bei einer Reaktionstemperatur in dem Bereich von 
beispielsweise 500 bis 700°C gebildeL ! - , 

Der PolysilMumfilm 8 wird in ein gewiinschtes ^Muster . 65 
durch einen photplithographischen AtzprozeB bemustert. 

Wie in Fig. 41 gezeigt ist, wird der Siliziumnitridfilm 5 . 
durch beispielsweise Eintauchen des Werkstuckes'.i'n eine 



Losung heiBerPhosphorsaure von.l50°C komplett entfemt. 
Da SiUziumdioxidfilme durch die Phosphorsaurenlosung 
nicht korrodiert werden, verbleibt der Siliziumdioxidfilm 2 
intakt. Somit wird eine Offhung in dem Gatepolysilizium- 
film 8 gebildet ■ . y 

. Wie in Fig. 35 bis 37 gezeigt ist, wird ein Gatesiliziumdi- 
oxidfilm 7, d. h. ein Gateisolierfilm, mit einer vorbestimm- 
ten Dicke von beispielsweise 20,0 nm (200 A) iiber der ge- 
samten Oberflache des Werkstiickes durch einen CVD-Pro- 
zeB mit reduziertem Druck unter Verwendung einer Reakti- 
onstemperatur in dem Bereich von beispielsweise 600 bis 
900°C gebildet. Der Siliziumdioxidfilm 2 und der Gatepoly- 
silizhimfilm 8 werden mit dem Siliziumdioxidfilm 7 kom- 
plettbedeckt : . 

Ein nicht-dotiertes Polysilizium wird.durch einen CVD- 
ProzeB mit reduziertem Druck oder ahnliches unter Verwen- 
dung einer Reaktionstemperatur in dem Bereich von bei- 
spielsweise 400 bis 700°C derart gebildet, daB ein Kanalpo- 
lysiliaumfilm 6 mit einer vorbestimmten ;Dicke von bei- 
.spielsweise 40,0 nm (400 A) gebildet ,wird. Da Rime, die 
durch einen CVD-ProzeB mit reduziertem Druck abgeschie- 
den sind, eine ausgezeichnete Bedeckung aufweisen, wird 
die Offhung, die in dem Gatepolysiliziumfilm 8 gebildet ist, 
mit dem KanalpolysiUziumfilm 6 aufgefullt. . 

Der KanalpolysiUziumfilm 6 wird in ein gewiinschtes 
Muster durch einen photolithographischen AtzprozeB derart 
bemustert, daB der Kanalsihziumfilm 6 gebildet wird (siehe 

Fig. 35). . _ v .; 

Obwohl es nicht gezeigt ist, wird danach eine Resdst- 

maske auf dem Kanalsihziumfilm 6 durch Photolithographic 
gebildet,. und wird eine Source/Drain-Implantation unter 
Verwendung der so gebildeten Resistmaske durchgefuhrt. 

Ein Zwischenschicht-IsoUeroxidfilm wird gebildet und Ver- 

. drahtungsleitungen aus Aluminium oder ahnlichem erstrek- 
ken sich von der Gateelektrode und dem Source/Drainbe- 
reich, so daB ein gewiinschter Transistor- fertiggestellt wird. 
. Der in dieser Ausfuhrungsform konstruierte Diinn film- 
transistor weist einen Kanalbereich von viermal dem eines 
Einzelgate-TFT, wobei der gleiche Bereich beansprucht 
wird, und eine Stromkapazitat yon- zumindest viermal der 
des Einzelgate-TFT auf. ' . 

, Im allgemeinen weist der ProzeB^die Schritte eines Gate- 
oxidfilmabscheidens, eines Gatepolysiliziumabscheidens 
und eines Gatepolysiliziumatzens auf, wobei Atzen des Ga- 
tepolysiUziums aufgrund der geringen At2selektiyim zwi- 
schen Polysihzium.iind dem Oxidfilm schwierig ist In die- 

^r Ausfuhrungsfprm kann jedoch der Gatepolysiliziumfilm 
phne Schwierigkeit geatzt, werden, da der Kanalpolysilizi- 
umfilm diinner ist als der GatepolysiUziumfilm. . 

... Da der TFT-Kanal durch das Gate in dieser Ausfunrungs- 
formumgeben.ist, wird der Kanal nicht durch pbere und un- 
tere Verdrahhingsleitungen beeinfluBt,- und die.Eigenschaf- 

. ten des TFT sind keiner Variation ausgesetzt . . 

Weiterhin kann in dieser Ausfuhrungsform der Kanal 
bzw. das Gate durch. Verarbeiten eines einzelnen, leitenden 
Filmes durch einen einzelnen ProzeB gehildet werden. 

SchUeBlich kann das . Herstellungsverfaliren^einer Halb- 
leitereinrichtung dieser zehnten Ausfuhrungsform wie folgt 

. zusaihmengefaBt. , .. . ' ... 

. Zuerst .wird ein erstes, streifenfbrmiges. Dummy-Teil in 
einem Bereich, d.er.eine Elementbildungsposidon aufweist, 
auf einem Basisisolierfilm auf einem Halbleitersubstrat ge- 
bildet. Dann wird ein zweites, streifenfbrmiges ^ Dummy-Teil 
derart gebildet, daB es das erste Dummy-Teil an der El e " 
mentbildungsposition schneidet, und das erste Dummy-Teil 
wird entfernt. Ein. drittes, . streifenfonniges Dummy-Teil 
wird derart gebildet, daB es das zweite Dufnrny-Teil an der 
Elementbildungsppsitipn • schneidet, und das zweite 



19 20 

Dummy-Teil wird entfernt. EuTleiiender, streifenformiger 'mngsform gezeigten Dunhfilmtransistois. 
Gatefilm fur ein Gate wird so gebildet, daB er das dritte ' ' 'Das Herstellungsverfahren der Halbleitereinrichtung in 
Dummy-Teil an derElementbildungsposition schneidet, und" " diesef'Ausfuhrungsform wird mil Bezug zii Fig. 42 bis 44 
das dritte Dummy-Teil wird entfernt. En Oberflacfteniso- und 45 bis 48 beschrieben. 

lierfilm wird auf dem leitenden Gatefilm gebildet. Ein lei- ' : "5 iv '^" Wie in Fig: 45 gezeigt ist, wird ein Silizinrridioxidfilm 2 
tender, streifenformiger Kanalfilm fur eineri Kanal wird so' r '/''einer yorbesdrnmten Dicke von beispielsweise un'gefahr 
gebildet, daB er den leitenden Gatefilm, der mil dem Ober- '- lOOjOnrn (1000 A) auf eiri'er'Oberflache eines Siliziurnsub- 
flachenisolierfilm bedeckt ist,'an der Elementbildungsposi- strates 1 durch beispielsweise einen thermischen Oxidati- 
tion schneidet ■ v onsprozeB gebildet. 

' ' "'* 1° Ein Siliziumnitridfilm 3' (erstes Dummy-Teil) einer vor- 

• ' ' • ' ' Elfte Ausfiihrungsform bestimmten Dicke von beispielsweise ungefahr 100,0 nm 

-'■•- ■'-' • (1000 A) wird aufdeni Sihziumdicoudfilm 2 durch einen 

■ Fig. : 42 bis 44 sind beispielhafte Figuren einer Struktur ei^ - * CVD-ProzeB'mit reduziertem'Druck uriter Verwendung ei- 
ner Halbleitereinrichtung einer elften Ausfubiiingsform'. herneakdckis^pn^^'iH'd^'Berach vorj beispielsweise 
•Fig;42isteineperspektivische Ansicbt eines Diinnfilmtran- 15 700bis 800°Ggebildet.' : " ! * a ¥"- • 
-sistors, Fig.'43 ist eine Querschnittsansicht entlahg derLinie- ' Der'Siliziuinin^dfUm 3 wird in der Form eines Streifens 
A-A' m Fig. 42 und Fig. 44 irt'me^Qi^cnmt&an^chteni^ nut enier Breite, die dem Kanal eines herzustellenden Tran- 
'langderIirrieB-B'inFig.42. -'' ! * , ! \ sistors entspricbt, bemustert. Der Siliziumnitridfilm' 3 > kann 

Wie in Fig. 42 bis 44 gezeigt ist; weist ein Kanal 6 in die- ' in ieirie Mehrzahl von i paralleled Streifen bemustert werden, 
: sefn Dunnfilmtransistor eineh'' unte'ren Zweigkanal'61, der M wennesnotwendigisf.' " r .' 
' aufder Oberflache eines Isolierfilmes 2 liegt, einen paralle- ■ ' Ein nicht-dbtierter ! i?olysilizIumfilrri 4 (zweites Dummy- 
: len, unteren Zweigkanal 6a, der von dem Zweigkanal 61 an 1 f " Teil) wird mit einer vorbestimmten Dicke vori beispiels- 
einer Elementbildun'gsposition abzweigt, einen Seitehkanal weise 100,0 nm (1000 A) auf dem SiUziumnitridfUrn 3 
62, der kontinuierlich bzw. verbunden niit dem unteren Ka- ' v durcheinen CVD-ProzeB mit reduziertem Driick inter Ver- 
nal 61 is^emenoberen Kanal 6c, der kohdnuieruch mit dem 25 -wendung einer Reaktipnstemperatur in dem Bereich von 
Seitenkanal'62 ist, und einen parallelen,mittlere'n Zweigka^"' beispielsweise 400 bis 700°C gebildet. Danri wird der Poly- 
nal 6b, der von dem Seitenkanal 62 abzweigt und ! 6berhalb ' •• ' siliziuinfilm' 4 in ein gewunschtes'Muster durch einen pho- 
des parallelen, unteren Zweigkanales 6a lie|t, auf. Ein '''' tolithographiscben AtzprozeB bemustert, wie in Fig. 46 ge- 
Durchgangsloch ist zwischen deni .unteren, "dem mittleren zeigtist. 

und dem oberen Kanal vorgeseheri: Weiterhin sind der un- 30 Darm" wird der Siliziumnitridfilm 3 beispielsweise durch 
tere Zweigkanal 6a und der mittlere Zweigkanal 6b, der Eintauchen des Werkteiles in'eine Losung heiBer Phospbor- 
oberhalb des unteren Zweigkanales 6a liegt, mit eihem Ab- saure von 150°C komplett ejitfernt. Folglich wird eine Off- 
stand voneinander arigeordnet nungih dem Polysiliziumfilm 4 gebildet. 

Ein Gate 8 weist Zweiggates 8a und 8b auf, die'von einer Ein Siliziumnitridfilm 5 (drlttes Dummy-Teil) wird fiber 
Seite der Zweigkanale 6a bis 6c, d. h. von einer Seite des !'-35' der gesamten. Oberflache des Werkstuckes • durch einen 
Durchgangsloches des Kanales 6,'abzweigen lind sich je- * CVD-ProzeB mit reduziertem Druck liriter Verwendung ei- 
weils durch das Loch des Kanales 6 erstrecken, und wobei ner Reaktionstemperatur in! dem Bereich von beispielsweise 

"sie an der anderen Seite der Zweigkanale 6a bis 6c, d. h. der 700 bis 800°C gebildet, wie in Fig. 47 gezeigt ist. Der Sili- 
anderen Seite des Durchgangsloches des Kanales 6, vereint - 'ziumnitridfjlrri 5 wird in' ein gewiinschtes Muster durch ei- 

'sind. Weiterhin ist ein Zweiggate in einen Zwiscbenraum' 40 - nen photoUtlrograpruschen AtzprozeB iinter Verwendung ei- 
zwischen den parallelen, unteren Zweigkan'alen 6a und in ei- per Maske, die beim Atzen des SiUziumnitridftirnes 3 ver- 

"nem Zwischenraum zwischen den' parallelen, mi ttlereri' weridet wird, bemustert ' ' ' ' 

Zweigkanalen 6b emgefullt. '' ' Danriwird der'' Polysiliziumfiim .4 durch beispielsweise 

^ Die Zweigkanale '6a bis 6c sind von den Zweiggates 8a' einen isotropen PolysiliziumatzprpzeB komplett entfernt. 

; und 8b durch einen Gateoxidfilm 7 getrennt: " 45 Folglich wird eme' Offnung in dem 'Siiiziunrnitridfilm 5 ge- 

'• Ei&'Siow^Dijuiibereich .(oicbt gezeigt) ist mil: dem Ka^ ' ; '''-bildet ' " " "• ""I' «■■•■••-•''• 

' nal 6 jeweils an g'egenuberliegenden Seiten der Zweiggates 1 ' Danach wird eine Gateelektrode 8 aus Polysilizium auf 

' 8a- und 8b, d.h. ah den gegeriuberliegenden Seiten des * ' . dbr OboflSdie d^Wokstiiclce^ gebildet, wie |n tig. 48 ge-. 
Dv^bgangslocbes des Gates 8, verbunden.' ' ' ' zeigt ist. Ein PolysUiaumfilrh :"8 (d. h. ein dotierter Polysili- 

' ! D'e'r in d^eser'Au'sffihrungsform konstruiefte Dunnfibn- so ziumfilm) mit einer 'Dicke von beispielsweise ungefahr 

^inmsi^Sweist^eineii Kanalbereicfa 'Vcn'.yiiiniial'dem eines lOO.Onm (i000 A) wiid'vibei der gesamten Oberflache des 
Eihzelgate-TPT," wobei der gleiche Berejch beansprucht ist, Werkstuckes durch ein CVD mit reduziertem Druck unter 
und em e Stro irfepazitat von zumihdest yiermal;derdes Ein- Verwendung von SiH4-Gas, das PH3 erithalt, bei einer Re- 
zelgate-TKiyauf. .' ' ,. '" "• ' akii^is<enq»erajSir' in''deni'Beibicb vbb beispielsweise 500 

" We'nn die Dicke' des' Kanalfiknes. riicht weniger als die ' 55 bis 700°C : gebildeL'Der Polysiliziumfilm 8 wird in ein ge- 

'Halfte'des Intervalles zwischen den'benachbarten Kanalen ' wiinschtes Muster durch einen photolithographischen Atz- 
betragt, 1 ist' der Bereich der Kanale grpBer als ein Kanal,' . prbzeB bemustert. u ' ' \ 

' wenn die'von dem TFT beanspruchte^ Flache die gleiche ist. '. .'" Der Siliziumnitridfilm .5 wird beispielsweise durch Ein- 
Da der TF 1-Kanal durch das Gate unigeben ist, 'wird das ; . ta ; ucheh des Werkstiickes in eine Losung heiBer Phosphor- 
Gate nicht durch untere und obefe' Verdrahtungsleitungen ' 60 saure von' 150°C. komplett entfernt. Da Siliziumdioxidfilme 

' beeihfluBt, unci die'Eigerischaften des TFT' werden nicht ei- (lurch die Phosph'orsaurehlosung^riicht 'kbrrodiert werden, 

' tiii ■yariatibrjausg'esetztV ;' " ;' ''' ' , •* , verbleibt der Siuaumdioxidfilxn 2 intakL Sorhit wird eine 

... 5 '' 7 ' J "' ' OfjBMing in- dem 'Gatepol^iliaumfilhi 8, der die Gateelek- 

;'' 7'' . '. .'''.'VV X z T^^' A ^'^E?foni>. . '.'; . trode 8 bildet, gebildet. ■ ' "V 

[ ~; "V '* " " ■ • •-• '_6S "- \Be in Fig. : 42 bis '44 gezeigt ist, wird ttn'Gatesilizitimdi- 

' Fig. 45"bis'48' sirid beispielhafte Figuren eines Herstel- ' ioxidfilm T, d. h. ein Gateisolierfiirh, mii eiher 'vorbestimm- 
lungsverfahrens^ eiher Halbleitereinrichtung einer zwdlflenV'' 'teinDicke von beispielsweise' 20,0nm(260 A); uber der ge- 
Ausfuhrungsform zum HerSlellenides ih der elften Ausfiih- '"'. sarhten Oberflache des WerkkOcke's durch einen CVD-Prp- 
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zeB mit reduzierteni Dmck unter Verwendung einer Reakti- men weist der Kanal und das Gate jeweils eine Mehrzahl 
onstemperatur in dem Bereich von beispielsweise 600 bis von Zweigen auf und zumindest einer oder alle von den 
900 o CgebildeLDerSiliziumdioxidfilm2undderGatepoly- Zweigkanalen sind durch die Zweiggates in einer dreidi- 
: siliziumfilm 8 werden mit dem Siliziumdioxidfilrn 7 kom- mensionalen Art umgeben. Die Halbleitereinrichtung weist 
plett bedeckt. . - ; . 5 einen Kanalbereich auf, der das Dreifache oder Vierfache 

Einnicht-dotiertes Polysilizium wird mil einer vorbe- ; ; . (oder mehr) des eines Einzelgate-TFT betragt, wobei die 
stimmten Dicke von beispielsweise 40,0 nm (400 A) durch gleiche Flache belegt wird, und sie weist eine Stromkapazi- 
■ einen GVD-PrpzeB mit reduziertem Druck unter Verwen T[ . . tat auf, die das Dreifache oder Vierfache (oder mehr) der des 
dung einer Reaktionstemperatur in dem Bereich von bei-,, .;■ Einzelgate-TFT betragt. 

spielsweise 400 bis 700°C abgeschieden. Die in dem Gate- 10 Somit weist die Halbleitereinrichtung und speziell der 

polysibziumfilmSgebildete Offnung wird mit einem Kanal- Dunnfilmtransistor eine kleine Flache und eine groBe 
... .: polysiliziumnUm6aufgefiiUt,daFilme,dien^teinemCVD- . Stromkapazitat auf. 

PrpzeB mit reduziertem Pruck abgeschieden. sind, eine ex- Da der Kanal durch das Gate umgeben ist, wird der Kanal 

zellente Bedeckung aufweisen. - • .', , der Halbleitereinrichtung nicht durch eine, obere und/oder 

Der KanalpolysiUziumfilm.6 wird in ein gewiinschtes 15 untere Verdrahtungsleitung beeinfluBt, ,nnd die Eigenschaf- 

Muster durch einen photolithographischen AtzprozeB derart , ten des TFT sind keiner Variation ausgesetzt 
■• bemustert, das ein Kanalsiliziumfilrn.6 gebildet wird (siehe, , , fv Weiterhin konnen der Kanal bzw. das Gate durch Verar- 

Fig.42). beiten eines einzelnen, leitenden Filmes gebildet werden, so 

r - Dann wird, pbwphl es nicht gezeigt ist, eine Resistmaske ,,; daB. ein Anstieg der Schritte des Herstellungsprozesses der 

auf dem K^akikziumfilm 6 durch Photolithographic gebil-, x 20 Halbleitereinrichtung unterdruckt werden kann. 

det und eine Source/Drain-Implantation wird durchgefiihrt. 
. >. .. . Em.ZwischenscMcht-Isotooxidfilm wird gebildet und \fer- . Patentanspriiche . " 

drahtungsleitungen.aus Aluminium oder ahnlichem erstrek- , - ... 

ken sich yon der Gateelektrode und einem Source/Drainbe- 1. Halbleitereinrichtung mit 

rdchtderart, daB em gewflnschter. Transistor fertiggestellt 25 einem Halbleitersubstrat (1), 

wird. einem auf einer Oberflache des Halbleitersubstrates (1) 

■> 'Der in dieser Ausfuhrungsform konstruierte Diinnfilm- gebildeten Isolierfilm (2), 

,».,. transistor weist einen Kanalbereich yon yiermal dem eines einem Gate (8), das ein .unteres Zweiggate (8a), das 

; Einzelgate-TFT, wobei der . gleiche Bereich beansprucht sich auf einer Oberflache des Isokerfilmes (2) erstreckt, 

wird, und eine Stromkapazitat von zumindest viermal der 30 aufweist, wobei das Gate (8) eine Mehrzahl von 
des Einzelgate-TFT auf . Zweiggates (8b-8e), die yon dem vujteren Zweiggate 

Wenn die Dicke des Kanalfilmes nicht weniger ist als die (8a) derart. abzweigen, daB sie sich iiber das untere 

. Halfte deSilntervalles zwischen den benachbarten Kanalen, _ Zweiggate (8a) erstrecken, aufweist, wobei eine Mehr- 

ist die Rache der Kanale groBer als die ^^eines Kanales.wenn . ': zahl von Gatedurchgahgslochern zwischen dem unte- 
die durch den TFT belegte .Flache die gleiche ist. 35 . , ren Zweiggate (8a) und der Mehrzahl von Zweiggates 

Da der TFT-Kanal durch das Gate .umgeben ist, wird der (8b-8e) vorgeseheh sind, 

Kanal nicht durch obere und untere Verdrahtungsleitungen . einem Kanal (6), der von einer Seite der Gatedurch- 

beeinfluBt, und die Eigenschaften des TFT werden keiner gangslocher abzweigt und eine Mehrzahl von Zweig- 

Variation ausgesetzt. . . kanalen (6a-6d). aufweist, die durch [die Gatedurch- 

In dieser Ausfuhrungsform konnen der Kanal bzw. das 40 gangslocher hindurchgehen und die auf der anderen 
: Gate , durch Verarbeiten eines einzelnen, leitenden Filmes , , Seite der Gatedurchgangslocher vereint sind, 
; durch einen einzelnen ProzeB gebildet werden. , einem Gateisolierfilm (7), der zwischen dem Gate (8) 

i • SchlieBlich kann das Herstellungsyerfahren einer Halb- und dem Kanal (6) gebildet ist, und 

leitereinrichtung entsprechend dieser zwplften Ausfuh- wpbei ein Source/Drain-Bereich derart gebildet ist, daB 

i, rungsfpnn wie folgt zusammengefaBt werden. 45., er mit dem Kanal (6) an den gegeniiberliegenden Sei- 

. Zuerst wird eine Mehrzahl von im wesentlichen paralle- ten der Gatedurchgangslocher verbunden ist. 

. len, streifenformigen,, ersten ,Dummy-Teilen in einem Be- ... 2. Halbleitereinrichtung mit 
. > reich, der eine Elementbildungsppsidon aufweist, auf einem ,„;. einem Halbleitersubstrat (1), , 

BasisispUerfilm auf einem Halbleitersubstrat gebildet. Dann einem auf einer-Oberflache des Halbleitersubstrates (1) 

wkdekstreifenfbrmiges.zweitespum , ',' 

.., ..det, daB es : die Mehrzahl von ersten Dummy-Teilen an der einem Gate (8), .das ein unteres Zweiggate (8a) auf- 

Elementbildungsposition schneide.t, und die ersten Dummy- weist, t das auf einer. Oberflache des Isolierfilmes (2) 

Teil werden entfernt. Eine Mehrzah} im wesentlichen paral- . derart gebildet ist, 

lelen, streifenibrmigen, dritten Dummy-'Ieil werden derart " daB ein Tunnel auf dem Isolierfilm (2). gebildet ist, 

•.. ,.: gebUdeUdaBsiedaszweiteDumrny-TeilanderElernentbil- .55 wobei to Gate (8) zuriundest ein anderes Zweiggate 
dungsposition schneiden, und das zweite Dummy-Teil wird r , (8b) aufweist, das vori dem unteren Zweiggate (8a) ab- 
entfernt. Ein leitender, su^ifenfbrmiger . Gatefilm fur ein zweigt iind sich iiber das untere Zweiggate (8a) er- 

. Gate wird derart gebildet, daB die Mehrzahl von dritten . , streckt, wobei zumindest ein Gatedurchgangsloch zwi- 
Dummy-Teilen an der Elementbildungsposition geschnitten ; . .. schen dem unteren Zweiggate (8a) und den anderen 
werden, und^e.Mehrzahl von dritten Dummy-Teilen wer- 60 _ Zweiggates (8b) yorgesehen ist, . 
„ den entfernt. Ein Oberfiachenisolierfilm wird auf dem lei- , einem Kanal (6), der einen unteren. Zweigkanal (6a), 

{• tenden Gatefilm gebildet., Ein streifenformiger, leitender der von einer- Seite, des Gatedurchgahgsloches ab- ■ 

. . Kanalfilm fur einen Kanal wird. so gebildet, daB er den lei- zweigt und, durch den Kanal lundurcHgeht, aufweist, 

tenden Gatefilm, der mit dem Oberflachenisoherfilm be- wobei der Kanal (6) zumindest einen' anderen Zweig- 

deckt ist, an der Elementbildungsposition schneideL ^fiS kanal (6d) aufweist, der durch das/die Durchgangslo- 

,• .Die Vorteile und Effekte der obigen Ausfuhrungsformen , cher hindurchgeht, 

konnen wie folgt zusammengefaBt werden. ' , ' .. ' wobei der \intere Zweigkanal (6a) und der/die anderen 

. ' . ■ Bei der Halbleitereinrichtung der obigen Ausfuhrungsfor- " ' Zweigkanale (6b) an der anderen Seite der Gatedurch- 
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gangslocher vereint sind, und ■ "\ •' •■ 9. HersteUurigsverfahren einer Halbldtereinrichtung 

ein Source/Drain-Bereich mil dem Kanal (6) an den ge- '•' rnit-'einem-erste'n Schritt des Bildens dries streifenfbr- 
geniiberliegenden Seiten ' der Gatedurchgangslocher ' T' ' /' ' rnigeri, ersten Dummy-Teiles (3) in einem Bereich, der 
verbunden isL ' • •' ;; - v dhe Hementbildungspositioriaufweist, auf einem Ba- . 

3? Halbleitereinrichtung mit ' 5 sisisolierfilm (2) auf einem Halbleitersubstfat (1)', 

' einem mil. einer Ausnehmung (9) vorgesehenen Halb--' einem zweiten Schritt des Bildens eines streifenformi- 

leitersubstrat (1), ..-.mo (a -!gen,"zwriten Dumrny-Teiles(4) derart, daB es daserste 

einem auf einer Oberflache der Ausnehmung (9) und'- >vri "'' Dunimy-Teil (3) an der Elementbildungsposition 
auf einer Oberflache des Halbleitersubstrates (1) gebil- : ' - '' schheidet, -und des Ehtfernens'des' ersteri Dummy-Tei- 
deten Isolierfilm (2), " " '■'> io\ les(3), . . ! '- ..w.-.h;- 

einem Gate (8), das eiri unteres Zwei'ggate (8a), das ' einem dritten Schritt des Bildens' ernes- strdfenformi- 

derart gebildet ist, daB es sich'auf der Oberflache des • v: gen'; (WttenDurnmy-TOles(5) , derart,daBes ! das:zweite 
Isolierfilmes (2), auf der Oberflache-der Ausnehmung ' " • -Dumm.y-Teir.aii- da'Honentbildun^poaticNi'schiiei- 
(9)' und' auf der. Oberflache des Isolierfilmes (2) er- det, und des Entfemens des zweite Dufnmy-Teiles (4), 

streckt, aufweist, . " . : '' "■ 15 - ; "' ""einem 'Scnritt des Wedefholehs des ersten bis dritten 

wobei das Gate (8)'eine Mehrzahl Von anderen Zweig- 1 ' " '-' Schrittes' um'dne'vorbestimmte- Anzahl derart, daB 
gates (8b, 8c), die yon den unteren Zwdggate (8a) ar£'-- ' '• ''■'■' Duirimy-Teile fiber dem' dritten Durhmy-Teil (5) gebil- 
zwdgen und sich fiber das untere Zweiggate (8a) er- detwerden, 

strecken, aufweist, wobei' eirie Mehrzahl von Gate-' ; ' -'einem' Schritt' des Bildens dnes streifenformigen, lei- 
durcrigangsiochem zwisch'eri dem unteren Zwdggate 20 : - ' : ten'den Kanalfilmes (6) fur- einen Kanal derart; daB er 
(8a) und den anderen Zweiggates (8b, 8c) vorgesehen ' dasletzte-DmBmy-TeilahderElementbildungsposition 
sind, einem Kanal (6), der einen Zweigkanal (6b), der " •' : termddeU : und des'Entfemens "desletztenDvrmmy-Td- 
an einer Seite der Gatedurchgangslocher abzweigt und les,' . \ 

sich durch die Gatedurchgangslocher erstreckt und auf , ; ■ ' einem Schritt des 'Bildens eines Oberflachenisolierfil- 
der anderen Seite der Gatedurchgangslocher vereint ist, 25 !> ' rries-K^'uber-der gesamten "Oberflache des leitenden 
aufweist, und ' ' " Kanalfilmes (6) und einem Schritt des Bildens eines 

einem Source/Drain-Bereich, def so gebildet ist, daB er ; streifenformigen, leitenden'Gatefilmes (9)-ffir ein Gate 

. mit dem Kahal (6) ;an den'-gegeniiberliegenden Seiten derart, daB erden'leitehden'Kanalfilm(6),'dermitdem 

der Gatedurchgangslocher verbunden ist'. '- ' " Ob^achehisbUerfilmC^bedecktisVander -Element- 

4. Halbleitereinrichtung mit -30 bildungspositionschnddet.-" ■>"■*' 
dnem Halbleitersubstrat (1), ' . 10. Herstellungsveifahren einer Halbleitereihrichtung 
einem auf einer Oberflache des Halbleitersubstrates (1)- - ' mit den Schiitten 

gebildeten Isolierfilm (2), ^ * -Bilderfemes streifeiiformigen, zweiten Dumrhy-Teiles 

' einem Kahal (6), der einen^unferen Zweigkanal (6a), '' (4)mek'emBeracli,derdneElemehtbildungsposinon 
der auf einer Oberflache des Isolierfilmes (2) gebildet 35 - aufwdst, auf einem Basisisolierfilm (2) auf einem 
ist, aufweist, : ; ' Halbldtersubstrat (1), ! > - ' ' 

wobei der* Kanal' (6) eine Mehrzahl' von anderen' Bilden eines streifenformigen, dritten Dummy-Teiles 

Zweigkanalen (6b, 6c), die von dem unteren Zweigka- ; '-" (5) derart, daB das zwdte Dummy'-Teir(4) an der Ele- 
nal (6a) abzweigen 'und sich fiber ihn erstrecken, auf- mentbildungsposition geschnitten wird, und Entfemen 

weist; 40 des zweiten Du'mmy-Teiles (4), ■ " ■' 

wobei eine' Wehriahl Von Kanaldurchgangslochern BUdeh'emes streifenformigen, leitenden Kanalfilmes 

zwiscfaen dem unteren Zweigkanal (6a)' und den ande- (6)' fur einen Kanal derart, daB das dritte Dummy-Teil 

ren Zweigkanalen (6b, 6c) vorgesehen ^sind, * (5) an der Elementbildungsposition geschnitten wird, 

^dn Source/fc)rain-Bereich derart'gebildet ist, daB er mit ' c -' ' und Enu%nen des" dritten Dummy-Teiles (5),- 
deiri Kahal (6)' an den'gegehfiberliegenden Endeh des 45 Bilden eines OberflachenisoUernlmes (7}- fiber der ge- 
Kanales (6) verbunden ist, und • • ' ' ' \ " samteif-Obofiacbe dbsldtehdeihKahatfibiies (6) und 

dnem Gate (8), das eine Mehrzahl von Zweiggates (8a, ' Bilden eines streiferiformigerii-leitendeh Gatefilmes (8) 

8b), die an einer Seite' der Kanaldurchgangsldcher ab- ' ' ' fur ein Gate derart, daB der leitende Kanalfilm (6), der 
zweigen und sich durch die Kanaldurchgangslocher er- '• ■• " ' mit -dem Oberflacheriisoh^rfilm '(7).bedeckt'ist, an der 
strecken und auf der anderen' Seite der Kanaldurch-'-'SO ; Hemehtbildungsjposition geschnitten wird."' - ' 
gangslocher ^ vereint sind, aufweist. •'• ' 11. HersteUuhgsverfaKren einer Halbleitereinrichtung 

5. Halbleitereinrichtung nach Anspructi 4, bei der auV mitdenSchritteri-' " •- ; - 

gewahlte Zweigkanale (6a, 6b), die andere sind als der' ; - - Bilden einer Ausnehmung (9) in einem' Halbldtersub- 

obe'rste Zweigkanal (6c), in eine Mehrzahl von Ab-/ stfat (1) an einer Elementbildungsposition, 

schnitteh mit Zwischenraurhen dazwischen aufgeteilt 55 - " - Bilden eines Basisisolierfilrnes (2), def eirie Oberflache 
'. sind und wobei die Z\veig'gates'(8a,' 8b) sich in die Zwi- ; •' " . : der Ausnehmung (9) und eine Oberflache des Halbld- 
'' scn'enraume erstreckeii. ' ' ' ' ". tersubstrates (1) bedeckt, 1 • "•'•' - *•<»• 

6. Halbleitereinrichtung hach emem der Anspriiche 1 " "Auffullen : der Ausnehmung (9) mit einem ersten 
' bis 5, bei der/der Kahal (6)'urid/ckler das Gate (8) aiis ' • : ' Dummy-Teil (3)" 1 ■ '■ -•• ' 

einem.lejtendeh Einzelschichtfilm gebildet sind. ' 60 ' Bilden eines 'streifenforrru gen, zweiten Durrimy-Teiles 
\l. Halbleitereinrichfuhg nach einem der Anspriiche 1 ' (4) derart, daB es sich fiber 'das erste Dummy-Teil (3), 

bis 6,'bei djer der Kahal' (6) 'uiid/oder das Gate (8) aus " "•' \, ■ das' die Ausnehmung (9) fullt, und die Oberflache des 
," an^PolysWzibmfj^'^ebil(l^sin4''- ; ' Halbleitersubstrates (1), die mifdeih Basisisolierfilm 

', $.', Halbleitereinrichtung nach dnem der Anspriiche' 1 (2) bedeckt isU erstreckt,-' .*v>U. 

' bis 7,'b'ei der die Zweigkahale''(6a-6d) und die Zweig- 65 1 ' ■ 'Bilden dries' strdfenforrrii'gen, dritten Dummy-Teiles 
., gates. (8»t8e) so gebildet 'sind.fdaB sie sich in einer '''' : '' ' (5) derart. 'daB 'das'zweite !Dununy-lbil-(4) an der Ele- 

'^dmensionalen Art z\i|b'iriani)ef-senkrecbt erstrek.- mentbildungsposition geschriitteh wird, ' 

ken. ' ' '' '"~ ' J ' Bilden eines streifenfonhigeh, leitenden Kanalfilmes 
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(6) fur einen Kanal derail, daB das dritte Dummy-Teil 
(5) an der Elementbildungsposition geschnitten wird, 
und Entfemen des dritten und des ersten Dummy-Tei- 
les(5,3), 

Bildeneines0berflacherasoUerfilmes(7)aufder0bfer- 5 
flache des leitenden Kanalfilmes (6) und 
Bilden eines streifenformigen leitenden Gatefilmes (8) 
fur ein Gate derart, daB der leitende Kanalfilm (6), der 
mit dem Oberflachenisolierfilm (7) bedeckt ist, an der 
Elementbildungsposition geschnitten wird. 10 
12. Herstellungsverfahren einer Halbleitereinrichtung 
mit den Schritten 

Bilden eines ersten Dummy-Teiles (3) auf einer Ober- 
flache eines Basisisolierfilmes (2), der auf einer Ober- 
flacbe eines Halbleitersubstrates (1) gebildet ist, 15 
Bilden eines streifenformigen, zweiten Dummy-Teiles 

(4) in einem Bereich, der eine Elementbildungsposition 
aufweist, auf einem Halbleitersubstrat (1), auf dem das 
erste Dummy-Teil (3) gebildet ist, 

Bilden eines streifenformigen, dritten Dummy-Teiles 20 

(5) , das mit einer Resistmaske (101) bedeckt ist, derart, 
daB das zweite Dummy-Teil (4) an der Elementbil- 
dungsposition geschnitten wird, 

Entfemen des zweiten Dummy-Teiles (4) fiber die Re- 
sistmaske (101) und Bemustem des ersten Dummy- 25 
Teiles (3) entlang des dritten Dummy-Teiles (5), 
Bilden eines streifenformigen, leitenden Kanalfilmes 

(6) , der mit einer Resistmaske (102) bedeckt ist, fur ei- 
nen Kanal derart, daB das dritte Dummy-Teil (5) an der 
Elementbildungsposition geschnitten wird, 30 
Bemustem des dritten Dummy-Teiles (5) und des be- 
musterten ersten Dummy-Teiles (3) durcb ein anisotro- 
pes Atzen unter Verwendung der Resistmaske (102), 
Entfemen eines Abschnittes des dritten Dummy-Teiles 
(5), das mit dem leitenden Kanalfilm (6) bedeckt ist 35 
und nach dem anisotropen Atzen zuriickbleibt und 
ebenfalls Entfemen des ersten Dummy-Tfeiles (3), 
Bilden eines Oberflachenisolierfilmes (7) fiber der ge- 
samten Oberflache des leitenden Kanalfilmes (6) und 
Bilden eines streifenformigen, leitenden Gatefilmes (8) 40 
fur ein Gate derart, daB der leitende Kanalfilm (6), der 
mit dem Oberflachenisolierfilm (7) bedeckt ist, an der 
Elementbildungsposition geschnitten wird. 

13. Herstellungsverfahren einer Halbleitereinrichtung 
mit den Schritten 45 
Bilden eines streifenformigen, ersten Dummy-Teiles 

(3) in einem Bereich, der eine Elementbildungsposition 
aufweist, auf einem Basisisolierfilm (2) auf einem 
Halbleitersubstrat (1), 

Bilden eines streifenformigen, zweiten Dummy-Teiles 50 

(4) derart, daB das erste Dummy-Teil (3) an der Ele- 
mentbildungsposition geschnitten wird, und Entfemen 
des ersten Dummy-Teiles (3), 

Bilden eines streifenformigen, dritten Dummy-Teiles 

(5) derart, daB das zweite Dummy-Teil (4) an der Ele- 55 
mentbildungsposition geschnitten wird, und Entfemen 
des zweiten Dummy-Teiles (4), 

Bilden eines streifenformigen, leitenden Gatefilmes (8) 
fur ein Gate derart, daB das dritte Dummy-Teil (5) an 
der Elementbildungsposition geschnitten wird, und 60 
Entfemen des dritten Dummy-Teiles (5), 
Bilden eines Oberflachenisolierfilmes (7) auf dem lei- 
tenden Gatefilm.(8) und 

Bilden eines streifenformigen, leitenden Kanalfilmes 

(6) fur einen Kanal derart, daB der leitende Gatefilm 65 
(8), der mit dem Oberflachenisolierfilm (7) bedeckt ist, 

an der Elementbildungsposition geschnitten wird. 

14. Herstellungsverfahren einer Halbleitereinrichtung 



mit den Schritten 

Bilden einer Mehrzahl von im wesentlichen parallelen, 
streifenformigen, ersten Dummy-Teilen (3) in einem 
Bereich, der eine Elementbildungsposition aufweist, 
auf einem Basisisolierfilm (2) auf einem Halbleitersub- 
strat (1), 

Bilden eines streifenformigen, zweiten Dummy-Teiles 
(4) derart, daB die Mehrzahl von ersten Dummy-Teilen 
(3) an der Elementbildungsposition geschnitten -wer- 
den, und Entfemen der ersten Dummy-Teile (3), 
Bilden einer Mehrzahl von im wesentlichen parallelen, 
streifenformigen, dritten Dummy-Teilen (5) derart, daB 
das zweite Dummy-Teil (4) an der Elementbildungspo- 
sition geschnitten wird, und Entfemen des zweiten 
Dummy-Teiles (4), *. 
Bilden eines streifenformigen, leitenden Gatefilmes (8) 
fur ein Gate derart, daB die Mehrzahl von dritten 
Dummy-Teilen (5) an der Elementbildungsposition ge- 
schnitten werden, und Entfemen der Mehrzahl von 
dritten Dummy-Teilen (5), 

Bilden eines Oberflachenisolierfilmes (J) auf dem lei- 
tenden Gatefilm (8) und 

Bilden eines streifenformigen, leitenden Kanalfilmes 
(6) fur einen Kanal derart, daB der leitende Gatefilm 
(8), der mit dem OberflachemOTfierfilm (7) bedeckt ist, 
an der Elementbildungsposition geschnitten wird. 

15. Herstellungsverfahren einer Halbleitereinrichtung 
nach einem der Anspruche 9 bis 14, bei dem der lei- 
tende Kanalfilm (6) und/oder der leitende Gatefilm (8) 
durch einen leitenden Einzelschichtfilm gebildet wer- 
den. , 

16. Herstellungsyerfahren einer Halbleitereinrichtung 
nach einem der Anspruche 9 bis 15, bei dem der lei- 
tende Kanalfilm (6) und/oder der leitende Gatefilm (8) 
durch einen Polysiliziumfilm gebildet werden. 

17. Herstellungsverfahren einer Halbleitereinrichtung 
nach einem der Anspruche 9 bis 16, bei dem das erste 
und das dritte Dummy-Teil (3, 5) durch einen Silizium- 
nitridfilm gebildet werden und das zweite Dummy-Teil 
(4) durch einen Polysiliziumfilm gebildet wird. 

18. Herstellungsverfahren einer Halbleitereinrichtung 
nach einem der Anspriiche 9 bis 17, bei dem der lei- 
tende Kanalfilm (6) und der leitende Gatefilm (8) derart 
gebildet werden, daB sie sich in einer dreidimensiona- 
len Art zueinander senkrecht erstrecken. 
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